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(57)【要約】
　ＯＬＥＤディスプレイパネル及びその製造方法を提供
する。ＯＬＥＤディスプレイパネルは、走査ライン（Ｓ
ｎ）、データライン（Ｄ１、Ｄ２）、及び電源ライン（
ＶＤＤ）を含む。走査ライン（Ｓｎ）及びデータライン
（Ｄ１、Ｄ２）は、マトリクス状に配置された複数のピ
クセルグループを画定する。各ピクセルグループは、２
つのサブピクセルを含み、同じピクセルグループ内の２
つのサブピクセルは、同じ電源ライン（ＶＤＤ）に接続
され、電源ライン（ＶＤＤ）を挟んで対向するように配
置されている。同じピクセルグループ内の２つのサブピ
クセルにそれぞれ接続されたデータライン（Ｄ１、Ｄ２
）は、異なる構造層上に配置されている。本発明により
、データライン（Ｄ１、Ｄ２）間の短絡の可能性を効果
的に低減でき、データライン（Ｄ１、Ｄ２）間のクロス
トークを大幅に低減できる。更に、既存の設備及びプロ
セス条件に基づいて、ピクセル面積を縮小でき、ＯＬＥ
ＤディスプレイパネルのＰＰＩ及び解像度を高めること
ができる。
【選択図】　図１１ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に形成された複数の走査ライン、データライン及び電源ラインを備え、前記走査
ライン及び前記データラインは、マトリクス状に配置された複数のピクセルグループを画
定し、各ピクセルグループは、２つのサブピクセルを有し、同じピクセルグループ内の２
つのサブピクセルは、同じ電源ラインに接続され、前記電源ラインに関して鏡面対称に配
置され、前記同じピクセルグループ内の２つのサブピクセルに接続された前記データライ
ンは、異なる構造層上に配置されていることを特徴とするＯＬＥＤディスプレイパネル。
【請求項２】
　前記同じピクセルグループ内の２つのサブピクセルは、第１のサブピクセル及び第２の
サブピクセルを含み、前記第１のサブピクセルが、第１の蓄積コンデンサを含み、前記第
２のサブピクセルが、第２の蓄積コンデンサを含み、前記第１の蓄積コンデンサの上側プ
レートと前記第２の蓄積コンデンサの上側プレートとは、異なる構造層上に配置されてい
ることを特徴とする請求項1に記載のＯＬＥＤディスプレイパネル。
【請求項３】
　前記第１のサブピクセルは、第１のスイッチトランジスタ及び第１の駆動トランジスタ
を更に含み、前記第２のサブピクセルは、第２のスイッチトランジスタ及び第２の駆動ト
ランジスタを更に含み、前記第１のスイッチトランジスタのソースが、第１のデータライ
ンに接続され、前記第２のスイッチトランジスタのソースが、第２のデータラインに接続
され、前記第１のデータラインと前記第２のデータラインと前記電源ラインとは互いに平
行であり、前記走査ラインが、前記電源ラインと直交し、前記第１のデータライン及び前
記第２のデータライン、前記第１の蓄積コンデンサ及び前記第２の蓄積コンデンサ、前記
第１のスイッチトランジスタ及び前記第２のスイッチトランジスタ、並びに前記第１の駆
動トランジスタ及び前記第２の駆動トランジスタは、それぞれ前記電源ラインに関して鏡
面対称に配置されていることを特徴とする請求項２に記載のＯＬＥＤディスプレイパネル
。
【請求項４】

　前記基板上に形成され、前記第１のスイッチトランジスタ、前記第１の駆動トランジス
タ、前記第２のスイッチトランジスタ及び前記第２の駆動トランジスタのアクティブ層と
して機能するシリコンアイランドと、
　ゲート絶縁層及び複数の第１のスルーホールであって、前記ゲート絶縁層は、前記基板
及び前記シリコンアイランド上に形成され、前記第１のスルーホールは、前記第１のスイ
ッチトランジスタのドレインと前記第１の蓄積コンデンサの下側プレートとの間、及び前
記第２のスイッチトランジスタのドレインと前記第２の蓄積コンデンサの下側プレートと
の間の電気的接続のために使用される、ゲート絶縁層及び複数の第１のスルーホールと、
　ゲート絶縁層上に形成され、前記走査ライン、前記第１の蓄積コンデンサの下側プレー
ト、前記第２の蓄積コンデンサの下側プレート、前記第１のスイッチトランジスタのゲー
ト、前記第１の駆動トランジスタのゲート、前記第２のスイッチトランジスタのゲート、
及び前記第２の駆動トランジスタのゲートとして機能するパターン化された第１の金属層
と、
　第１の層間絶縁層及び第２のスルーホールであって、前記第１の層間絶縁層は、前記ゲ
ート絶縁層及び前記パターン化された第１の金属層上に形成され、前記第２のスルーホー
ルは、前記第１のデータラインと前記第１のスイッチトランジスタのソースとを電気的に
接続するために使用される、第１の層間絶縁層及び第２のスルーホールと、
　前記第１の層間絶縁層上に形成され、前記第１のデータライン、前記第１のスイッチト
ランジスタのソース、及び前記第２の蓄積コンデンサの上側プレートとして機能するパタ
ーン化された第２の金属層と、
　第２の層間絶縁層及び第３のスルーホールであって、前記第２の層間絶縁層は、前記第
１の層間絶縁層及び前記パターン化された第２の金属層上に形成され、前記第３のスルー
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ホールは、前記第２のデータラインと前記第２のスイッチトランジスタのソースとを電気
的に接続するために使用される、第２の層間絶縁層及び第３のスルーホールと、
　前記第２の層間絶縁層上に形成され、前記第２のデータライン、前記第２のスイッチト
ランジスタのソース、及び前記第１の蓄積コンデンサの上側プレートとして機能するパタ
ーン化された第３の金属層と、
　第３の層間絶縁層及び第４のスルーホールであって、前記第３の層間絶縁層は、前記第
２の層間絶縁層及び前記パターン化された第３の金属層上に形成され、前記第４のスルー
ホールは、前記第１の駆動トランジスタのソース及びドレイン、前記第２の駆動トランジ
スタのソース及びドレイン、前記電源ライン、前記第１の蓄積コンデンサの上側プレート
及び前記第２の蓄積コンデンサの上側プレートを電気的に接続するために使用される、第
３の層間絶縁層及び第４のスルーホールと、
　前記第３の層間絶縁層上に形成され、前記第１の駆動トランジスタのソース及びドレイ
ン、前記第２の駆動トランジスタのソース及びドレイン、並びに前記電源ラインとして機
能するパターン化された第４の金属層と、
　パッシベーション絶縁層及び複数のコンタクトホールであって、前記パッシベーション
絶縁層は、前記第３の層間絶縁層及び前記パターン化された第４の金属層上に形成され、
前記コンタクトホールは、前記第１の駆動トランジスタのドレインと第１のＯＬＥＤのア
ノードとの間、並びに前記第２の駆動トランジスタのドレインと第２のＯＬＥＤのアノー
ドとの間を電気的に接続するために使用される、パッシベーション絶縁層及びコンタクト
ホールとを備えることを特徴とする請求項３に記載のＯＬＥＤディスプレイパネル。
【請求項５】
　前記第２の層間絶縁層を貫通し、前記第１の蓄積コンデンサの下側プレートと対向する
開口部を備えることを特徴とする請求項４に記載のＯＬＥＤディスプレイパネル。
【請求項６】
　請求項１において、前記同じピクセルグループ内の２つのサブピクセルは、第１のサブ
ピクセルと第２のサブピクセルを含み、前記第１のサブピクセルは、第１の蓄積コンデン
サを含み、前記第２のサブピクセルは、第２の蓄積コンデンサを含み、前記第１の蓄積コ
ンデンサの上側プレートと前記第２の蓄積コンデンサの上側プレートは、同じ構造層上に
配置されているＯＬＥＤディスプレイパネル。
【請求項７】
　請求項６において、前記第１のサブピクセルは、第１のスイッチトランジスタ及び第１
の駆動トランジスタを更に含み、前記第２のサブピクセルは、第２のスイッチトランジス
タ及び第２の駆動トランジスタを更に含み、前記第１のスイッチトランジスタのソースは
、第１のデータラインに接続され、前記第２のスイッチトランジスタのソースは、第２の
データラインに接続され、前記第１のデータライン、前記第２のデータライン、及び前記
電源ラインとは互いに平行であり、前記走査ラインは、前記電源ラインに垂直であり、前
記第１のデータライン及び前記第２のデータライン、前記第１の蓄積コンデンサ及び前記
第２の蓄積コンデンサ、前記第１のスイッチトランジスタ及び前記第２のスイッチトラン
ジスタ、前記第１の駆動トランジスタ及び前記第２の駆動トランジスタは、それぞれ前記
電源ラインに関して鏡面対称に配置されているＯＬＥＤディスプレイパネル。
【請求項８】
　請求項７において、
　前記基板上に形成され、前記第１のスイッチトランジスタ、前記第１の駆動トランジス
タ、前記第２のスイッチトランジスタ及び前記第２の駆動トランジスタのアクティブ層と
して機能するシリコンアイランドと、
　ゲート絶縁層及び複数の第１のスルーホールであって、前記ゲート絶縁層は、前記基板
及び前記シリコンアイランド上に形成され、前記第１のスルーホールは、前記第１のスイ
ッチトランジスタのドレインと前記第１の蓄積コンデンサの下側プレートとの間、及び前
記第２のスイッチトランジスタのドレインと前記第２の蓄積コンデンサの下側プレートと
の間を電気的に接続するために使用される、ゲート絶縁層及び複数の第１のスルーホール
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と、
　前記ゲート絶縁層上に形成され、前記走査ライン、前記第１の蓄積コンデンサの下側プ
レート、前記第２の蓄積コンデンサの下側プレート、前記第１のスイッチトランジスタの
ゲート、前記第１の駆動トランジスタのゲート、前記第２のスイッチトランジスタのゲー
ト、及び前記第２の駆動トランジスタのゲートとして機能するパターン化された第１の金
属層と、
　第１の層間絶縁層及び第２のスルーホールであって、前記第１の層間絶縁層は、前記ゲ
ート絶縁層及び前記パターン化された第１の金属層上に形成され、前記第２のスルーホー
ルは、前記第１のデータラインと前記第１のスイッチトランジスタのソースとを電気的に
接続するために使用される、第１の層間絶縁層及び第２のスルーホールと、
　前記第１の層間絶縁層上に形成され、前記第１のデータライン、前記第１のスイッチト
ランジスタのソース、前記第１の蓄積コンデンサの上側プレート、及び前記第２の蓄積コ
ンデンサの上側プレートとして機能するパターン化された第２の金属層と、
　第２の層間絶縁層及び第３のスルーホールであって、前記第２の層間絶縁層は、前記第
１の層間絶縁層及び前記パターン化された第２の金属層上に形成され、前記第３のスルー
ホールは、前記第２のデータラインと前記第２のスイッチトランジスタのソースとを電気
的に接続するために使用される、第２の層間絶縁層及び第３のスルーホールと、
　前記第２の層間絶縁層上に形成され、前記第２のデータライン、及び前記第２のスイッ
チトランジスタのソースとして機能するパターン化された第３の金属層と、
　第３の層間絶縁層及び第４のスルーホールであって、前記第３の層間絶縁層は、前記第
２の層間絶縁層及び前記パターン化された第３の金属層上に形成され、前記第４のスルー
ホールは、前記第１の駆動トランジスタのソース及びドレイン、前記第２の駆動トランジ
スタのソース及びドレイン、前記電源ライン、前記第１の蓄積コンデンサの上側プレート
及び前記第２の蓄積コンデンサの上側プレートを電気的に接続するために使用される、第
３の層間絶縁層及び第４のスルーホールと、
　前記第３の層間絶縁層上に形成され、前記第１の駆動トランジスタのソース及びドレイ
ン、前記第２の駆動トランジスタのソース及びドレイン、並びに前記電源ラインとして機
能するパターン化された第４の金属層と、
　パッシベーション絶縁層及び複数のコンタクトホールであって、前記パッシベーション
絶縁層は、前記第３の層間絶縁層及び前記パターン化された第４の金属層上に形成され、
前記コンタクトホールは、前記第１の駆動トランジスタのドレインと第１のＯＬＥＤのア
ノードとの間、並びに前記第２の駆動トランジスタのドレインと第２のＯＬＥＤのアノー
ドとの間を電気的に接続するために使用される、パッシベーション絶縁層及び複数のコン
タクトホールとを備えるＯＬＥＤディスプレイパネル。
【請求項９】
　基板上に、複数の走査ライン、データライン及び電源ラインを形成することを含み、前
記走査ライン及び前記データラインは、マトリクス状に配置された複数のピクセルグルー
プを画定し、
　各ピクセルグループは、２つのサブピクセルを有し、同じピクセルグループ内の２つの
サブピクセルは、同じ電源ラインに接続され、前記電源ラインに関して鏡面対称に配置さ
れ、前記同じピクセルグループ内の２つのサブピクセルに接続された前記データラインは
、異なる構造層上に配置されることを特徴とするＯＬＥＤディスプレイパネルの製造方法
。
【請求項１０】
　前記同じピクセルグループ内の２つのサブピクセルは、第１のサブピクセルと第２のサ
ブピクセルを含み、前記第１のサブピクセルは、第１の蓄積コンデンサを含み、前記第２
のサブピクセルは、第２の蓄積コンデンサを含み、前記第１の蓄積コンデンサの上側プレ
ートと前記第２の蓄積コンデンサの上側プレートは、異なる構造層上に配置されることを
特徴とする請求項９に記載のＯＬＥＤディスプレイパネルの製造方法。
【請求項１１】
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　前記第１のサブピクセルは、第１のスイッチトランジスタ及び第１の駆動トランジスタ
を更に含み、前記第２のサブピクセルは、第２のスイッチトランジスタ及び第２の駆動ト
ランジスタを更に含み、前記第１のスイッチトランジスタのソースは、第１のデータライ
ンに接続され、前記第２のスイッチトランジスタのソースは、第２のデータラインに接続
され、前記第１のデータライン、前記第２のデータライン、及び前記電源ラインとは互い
に平行であり、前記走査ラインは、前記電源ラインに垂直であり、前記第１のデータライ
ン及び前記第２のデータライン、前記第１の蓄積コンデンサ及び前記第２の蓄積コンデン
サ、前記第１のスイッチトランジスタ及び前記第２のスイッチトランジスタ、前記第１の
駆動トランジスタ及び前記第２の駆動トランジスタは、それぞれ前記電源ラインに関して
鏡面対称に配置されることを特徴とする請求項１０に記載のＯＬＥＤディスプレイパネル
の製造方法。
【請求項１２】
　　前記第１のスイッチトランジスタ、前記第１の駆動トランジスタ、前記第２のスイッ
チトランジスタ及び前記第２の駆動トランジスタのアクティブ層として機能するシリコン
アイランドを形成する工程と、
　ゲート絶縁層及び複数の第１のスルーホールを形成する工程であって、前記ゲート絶縁
層は、前記基板及び前記シリコンアイランド上に形成され、前記第１のスルーホールは、
前記第１のスイッチトランジスタのドレインと前記第１の蓄積コンデンサの下側プレート
との間、及び前記第２のスイッチトランジスタのドレインと前記第２の蓄積コンデンサの
下側プレートとの間を電気的に接続するために使用される工程と、
　パターン化された第１の金属層を形成する工程であって、前記パターン化された第１の
金属層は、前記ゲート絶縁層上に形成され、前記走査ライン、前記第１の蓄積コンデンサ
の下側プレート、前記第２の蓄積コンデンサの下側プレート、前記第１のスイッチトラン
ジスタのゲート、前記第１の駆動トランジスタのゲート、前記第２のスイッチトランジス
タのゲート、及び前記第２の駆動トランジスタのゲートとして機能する工程と、
　第１の層間絶縁層及び第２のスルーホールを形成する工程であって、前記第１の層間絶
縁層は、前記ゲート絶縁層及び前記パターン化された第１の金属層上に形成され、前記第
２のスルーホールは、前記第１のデータラインと前記第１のスイッチトランジスタのソー
スとの間を電気的に接続するために使用される工程と、
　パターン化された第２の金属層を形成する工程であって、前記パターン化された第２の
金属層は、前記第１の層間絶縁層上に形成され、前記第１のデータライン、前記第１のス
イッチトランジスタのソース、及び前記第２の蓄積コンデンサの上側プレートとして機能
する工程と、
　第２の層間絶縁層及び第３のスルーホールを形成する工程であって、前記第２の層間絶
縁層は、前記第１の層間絶縁層及び前記パターン化された第２の金属層上に形成され、前
記第３のスルーホールは、前記第２のデータラインと前記第２のスイッチトランジスタの
ソースとを電気的に接続するために使用される工程と、
　パターン化された第３の金属層を形成する工程であって、前記パターン化された第３の
金属層は、前記第２の層間絶縁層上に形成され、前記第２のデータライン、前記第２のス
イッチトランジスタのソース及び前記第１の蓄積コンデンサの上側プレートとして機能す
る工程と、
　第３の層間絶縁層及び第４のスルーホールを形成する工程であって、前記第３の層間絶
縁層は、前記第２の層間絶縁層及び前記パターン化された第３の金属層上に形成され、前
記第４のスルーホールは、前記第１の駆動トランジスタのソース及びドレイン、前記第２
の駆動トランジスタのソース及びドレイン、前記電源ライン、前記第１の蓄積コンデンサ
の上側プレート及び前記第２の蓄積コンデンサの上側プレートを電気的に接続するために
使用される工程と、
　パターン化された第４の金属層を形成する工程であって、前記パターン化された第４の
金属層は、前記第３の層間絶縁層上に形成され、前記第１の駆動トランジスタのソース及
びドレイン、前記第２の駆動トランジスタのソース及びドレイン、並びに前記電源ライン
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として機能する工程と、
　パッシベーション絶縁層及び複数のコンタクトホールを形成する工程であって、前記パ
ッシベーション絶縁層は、前記第３の層間絶縁層及び前記パターン化された第４の金属層
上に形成され、前記コンタクトホールは、前記第１の駆動トランジスタのドレインと第１
のＯＬＥＤのアノードとの間、並びに前記第２の駆動トランジスタのドレインと第２のＯ
ＬＥＤのアノードとの間を電気的に接続するために使用される工程とによって形成される
ことを特徴とする請求項１１に記載のＯＬＥＤディスプレイパネルの製造方法。
【請求項１３】
　前記第２の層間絶縁層を形成した後、前記第２の層間絶縁層を貫通し、前記第１の蓄積
コンデンサの下側プレートと対向する開口部を更に形成することを特徴とする請求項１２
に記載のＯＬＥＤディスプレイパネルの製造方法。
【請求項１４】
　請求項９において、前記同じピクセルグループ内の２つのサブピクセルは、第１のサブ
ピクセルと第２のサブピクセルを含み、前記第１のサブピクセルは、第１の蓄積コンデン
サを含み、前記第２のサブピクセルは、第２の蓄積コンデンサを含み、前記第１の蓄積コ
ンデンサの上側プレートと前記第２の蓄積コンデンサの上側プレートは、同じ構造層上に
配置されるＯＬＥＤディスプレイパネルの製造方法。
【請求項１５】
　請求項１４において、前記第１のサブピクセルは、第１のスイッチトランジスタ及び第
１の駆動トランジスタを更に含み、前記第２のサブピクセルは、第２のスイッチトランジ
スタ及び第２の駆動トランジスタを更に含み、前記第１のスイッチトランジスタのソース
は、第１のデータラインに接続され、前記第２のスイッチトランジスタのソースは、第２
のデータラインに接続され、前記第１のデータライン、前記第２のデータライン、及び前
記電源ラインとは互いに平行であり、前記走査ラインは、前記電源ラインに垂直であり、
前記第１のデータライン及び前記第２のデータライン、前記第１の蓄積コンデンサ及び前
記第２の蓄積コンデンサ、前記第１のスイッチトランジスタ及び前記第２のスイッチトラ
ンジスタ、前記第１の駆動トランジスタ及び前記第２の駆動トランジスタは、それぞれ前
記電源ラインに関して鏡面対称に配置されるＯＬＥＤディスプレイパネルの製造方法。
【請求項１６】
　請求項１５において、前記ＯＬＥＤディスプレイパネルは、
　シリコンアイランドを形成する工程であって、前記シリコンアイランドは、前記基板上
に形成され、前記第１のスイッチトランジスタ、前記第１の駆動トランジスタ、前記第２
のスイッチトランジスタ及び前記第２の駆動トランジスタのアクティブ層として機能する
工程と、
　ゲート絶縁層及び複数の第１のスルーホールを形成する工程であって、前記ゲート絶縁
層は、前記基板及び前記シリコンアイランド上に形成され、前記第１のスルーホールは、
前記第１のスイッチトランジスタのドレインと前記第１の蓄積コンデンサの下側プレート
との間、及び前記第２のスイッチトランジスタのドレインと前記第２の蓄積コンデンサの
下側プレートとの間を電気的に接続するために使用される工程と、
　パターン化された第１の金属層を形成する工程であって、前記パターン化された第１の
金属層は、前記ゲート絶縁層上に形成され、前記走査ライン、前記第１の蓄積コンデンサ
の下側プレート、前記第２の蓄積コンデンサの下側プレート、前記第１のスイッチトラン
ジスタのゲート、前記第１の駆動トランジスタのゲート、前記第２のスイッチトランジス
タのゲート、及び前記第２の駆動トランジスタのゲートとして機能する工程と、
　第１の層間絶縁層及び第２のスルーホールを形成する工程であって、前記第１の層間絶
縁層は、前記ゲート絶縁層及び前記パターン化された第１の金属層上に形成され、前記第
２のスルーホールは、前記第１のデータラインと前記第１のスイッチトランジスタのソー
スとを電気的に接続するために使用される工程と、
　パターン化された第２の金属層を形成する工程であって、前記パターン化された第２の
金属層は、前記第１の層間絶縁層上に形成され、前記第１のデータライン、前記第１のス



(7) JP 2019-501488 A 2019.1.17

10

20

30

40

50

イッチトランジスタのソース、前記第１の蓄積コンデンサの上側プレート、及び前記第２
の蓄積コンデンサの上側プレートとして機能する工程と、
　第２の層間絶縁層及び第３のスルーホールを形成する工程であって、前記第２の層間絶
縁層は、前記第１の層間絶縁層及び前記パターン化された第２の金属層上に形成され、前
記第３のスルーホールは、前記第２のデータラインと前記第２のスイッチトランジスタの
ソースとを電気的に接続するために使用される工程と、
　パターン化された第３の金属層を形成する工程であって、前記パターン化された第３の
金属層は、前記第２の層間絶縁層上に形成され、前記第２のデータライン、及び前記第２
のスイッチトランジスタのソースとして機能する工程と、
　第３の層間絶縁層及び第４のスルーホールを形成する工程であって、前記第３の層間絶
縁層は、前記第２の層間絶縁層及び前記パターン化された第３の金属層上に形成され、前
記第４のスルーホールは、前記第１の駆動トランジスタのソース及びドレイン、前記第２
の駆動トランジスタのソース及びドレイン、前記電源ライン、前記第１の蓄積コンデンサ
の上側プレート及び前記第２の蓄積コンデンサの上側プレートを電気的に接続するために
使用される工程と、
　パターン化された第４の金属層を形成する工程であって、前記パターン化された第４の
金属層は、前記第３の層間絶縁層上に形成され、前記第１の駆動トランジスタのソース及
びドレイン、前記第２の駆動トランジスタのソース及びドレイン、並びに前記電源ライン
として機能する工程と、
　パッシベーション絶縁層及び複数のコンタクトホールを形成する工程であって、前記パ
ッシベーション絶縁層は、前記第３の層間絶縁層及び前記パターン化された第４の金属層
上に形成され、前記コンタクトホールは、前記第１の駆動トランジスタのドレインと第１
のＯＬＥＤのアノードとの間、並びに前記第２の駆動トランジスタのドレインと第２のＯ
ＬＥＤのアノードとの間を電気的に接続するために使用される工程とによって形成される
ＯＬＥＤディスプレイパネルの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ディスプレイの技術分野に関し、詳しくは、有機発光ダイオード（organic 
light-emitting diode：ＯＬＥＤ）ディスプレイパネル及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　情報化社会の進展により、ディスプレイ装置に対する要求が高まっている。この要求を
満たすために、様々なフラットパネルディスプレイデバイス、例えば、薄膜トランジスタ
－液晶ディスプレイ（film transistor-liquid crystal display：ＴＦＴ－ＬＣＤ）、プ
ラズマディスプレイパネル（plasma display panel：ＰＤＰ）、及びＯＬＥＤディスプレ
イの全てが急速に進化している。これらのフラットパネルディスプレイデバイスのうち、
ＯＬＥＤディスプレイは、能動的な光放射、高いコントラスト、速い応答速度、及び軽量
といった利点のために、徐々に、フラットパネルディスプレイの主要な地位を占めるよう
になっている。現在、ＯＬＥＤディスプレイは、携帯電話、テレビ、コンピュータ、イン
テリジェント腕時計等の様々な高性能ディスプレイ分野に広く適用されている。
【０００３】
　図１は、従来のＯＬＥＤディスプレイパネルのピクセル回路図である。図１に示すよう
に、既存のＯＬＥＤディスプレイパネルでは、基本的なピクセル回路は、スイッチトラン
ジスタＴ１と、駆動トランジスタＴ２と、蓄積コンデンサＣｓとを含む。スイッチトラン
ジスタＴ１のゲートは、走査ラインＳｎに接続され、スイッチトランジスタＴ１のソース
は、データラインＤｍに接続され、スイッチトランジスタＴ１のドレインと、駆動トラン
ジスタＴ２のゲートと、蓄積コンデンサＣｓの第１のプレートとは、全てノードＮ１に接
続され、駆動トランジスタＴ２のソースと、蓄積コンデンサＣｓの第２のプレートとは、
共に第１の電源ＶＤＤに接続され、駆動トランジスタＴ２のドレインは、ＯＬＥＤのアノ
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ードに接続され、ＯＬＥＤのカソードは、第２の電源ＶＳＳに接続されている。走査ライ
ンＳｎを介してスイッチトランジスタＴ１がオンになると、データラインＤｍから供給さ
れるデータ電圧が、スイッチトランジスタＴ１を介して、蓄積コンデンサＣｓに保存され
る。これにより、駆動トランジスタＴ２が制御され、電流が生成され、ＯＬＥＤを発光さ
せる。
【０００４】
　生活水準が上昇し、生産性のレベルがますます向上しているなか、市場では、高精細度
及び高解像度の製品への要求が益々高まっている。しかしながら、従来のＯＬＥＤディス
プレイパネルの解像度は、通常、２５０ＰＰＩを下回り（ＰＰＩは、１インチあたりのピ
クセル数を示す。ＰＰＩ値が大きくなると、ディスプレイは、画像を表示するためにより
高いピクセル密度を使用できる）、高解像度ディスプレイへの要求を満たすことができて
いない。分解能の向上には、例えば、同じ層上の隣接するデータラインの間のピッチの縮
小が必要である。ここで、従来のＯＬＥＤにおける隣接するピクセルユニットのデータラ
インは、通常、同じ構造層上に配置されている。既存のプロセス条件（例えば、リソグラ
フィ装置の露光制限）に基づいて隣接するデータライン間のピッチを更に小さくすること
は困難であり、このため、ＯＬＥＤディスプレイパネルの解像度を向上させることが困難
であった。リソグラフィ装置の露光制限に加えて、クロストーク及びデータライン間の短
絡も、高解像度ＯＬＥＤの製造において解決するべき技術的課題である。データライン間
のクロストークは、２本のデータライン間のカップリングを意味する。２つのデータライ
ン間の相互インダクタンス及び相互キャパシタンスがデータラインにノイズを生じさせる
ことがある。研究によれば、電流強度が２本のデータラインで同じである場合、２本のデ
ータライン間のピッチが小さいほど、２つのデータライン間のクロストークが顕著になる
ことが明らかになっている。データライン間の短絡とは、２本のデータラインが相互に接
続されてしまうため、ピクセル電極が正常な信号を受信することができないことを意味し
、したがって、障害が発生する。同じプロセス条件下では、２本のデータライン間のピッ
チが小さいほど短絡が発生する確率が高くなる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、従来のＯＬＥＤディスプレイの低解像度の問題を解決することである
。
【０００６】
　本発明の他の目的は、ＯＬＥＤディスプレイのデータラインの間のクロストーク及び短
絡をなくすことである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の技術的課題を解決するために、本発明は、有機発光ダイオード（organic light-
emitting diode：ＯＬＥＤ）ディスプレイパネルを提供し、このＯＬＥＤディスプレイパ
ネルは、基板上に形成された走査ライン、データライン及び電源ラインを備え、走査ライ
ン及びデータラインは、マトリクス状に配置された複数のピクセルグループを画定し、各
ピクセルグループは、２つのサブピクセルを有し、同じピクセルグループ内の２つのサブ
ピクセルは、同じ電源ラインに接続され、電源ラインに関して鏡面対称に配置され、同じ
ピクセルグループ内の２つのサブピクセルに接続されたデータラインは、異なる構造層上
に配置されている。
【０００８】
　このＯＬＥＤディスプレイパネルにおいて、同じピクセルグループ内の２つのサブピク
セルは、第１のサブピクセル及び第２のサブピクセルを含み、第１のサブピクセルは、第
１の蓄積コンデンサを含み、第２のサブピクセルは、第２の蓄積コンデンサを含んでいて
もよい。
【０００９】



(9) JP 2019-501488 A 2019.1.17

10

20

30

40

50

　このＯＬＥＤディスプレイパネルにおいて、第１の蓄積コンデンサの上側プレートと第
２の蓄積コンデンサの上側プレートとは、異なる構造層上に配置してもよい。
【００１０】
　このＯＬＥＤディスプレイパネルにおいて、第１のサブピクセルは、第１のスイッチト
ランジスタ及び第１の駆動トランジスタを更に含み、第２のサブピクセルは、第２のスイ
ッチトランジスタ及び第２の駆動トランジスタを更に含み、第１のスイッチトランジスタ
のソースは、第１のデータラインに接続され、第２のスイッチトランジスタのソースは、
第２のデータラインに接続され、第１のデータラインと第２のデータラインと電源ライン
とは互いに平行であり、走査ラインは、電源ラインに垂直であり、第１のデータライン及
び第２のデータライン、第１の蓄積コンデンサ及び第２の蓄積コンデンサ、第１のスイッ
チトランジスタ及び第２のスイッチトランジスタ、並びに第１の駆動トランジスタ及び第
２の駆動トランジスタは、それぞれ電源ラインに関して鏡面対称に配置してもよい。
【００１１】
　このＯＬＥＤディスプレイパネルは、特に、
　基板上に形成され、第１のスイッチトランジスタ、第１の駆動トランジスタ、第２のス
イッチトランジスタ及び第２の駆動トランジスタのアクティブ層として機能するシリコン
アイランドと、
　ゲート絶縁層及び複数の第１のスルーホールであって、ゲート絶縁層は、基板及びシリ
コンアイランド上に形成され、第１のスルーホールは、第１のスイッチトランジスタのド
レインと第１の蓄積コンデンサの下側プレートとの間、及び第２のスイッチトランジスタ
のドレインと第２の蓄積コンデンサの下側プレートとの間の電気的接続のために使用され
る、ゲート絶縁層及び複数の第１のスルーホールと、
　ゲート絶縁層上に形成され、走査ライン、第１の蓄積コンデンサの下側プレート、第２
の蓄積コンデンサの下側プレート、第１のスイッチトランジスタのゲート、第１の駆動ト
ランジスタのゲート、第２のスイッチトランジスタのゲート、及び第２の駆動トランジス
タのゲートとして機能するパターン化された第１の金属層と、
　第１の層間絶縁層及び第２のスルーホールであって、第１の層間絶縁層は、ゲート絶縁
層及びパターン化された第１の金属層上に形成され、第２のスルーホールは、第１のデー
タラインと第１のスイッチトランジスタのソースとを電気的に接続するために使用される
、第１の層間絶縁層及び第２のスルーホールと、
　第１の層間絶縁層上に形成され、第１のデータライン、第１のスイッチトランジスタの
ソース、及び第２の蓄積コンデンサの上側プレートとして機能するパターン化された第２
の金属層と、
　第２の層間絶縁層及び第３のスルーホールであって、第２の層間絶縁層は、第１の層間
絶縁層及びパターン化された第２の金属層上に形成され、第３のスルーホールは、第２の
データラインと第２のスイッチトランジスタのソースとを電気的に接続するために使用さ
れる、第２の層間絶縁層及び第３のスルーホールと、
　第２の層間絶縁層上に形成され、第２のデータライン、第２のスイッチトランジスタの
ソース、及び第１の蓄積コンデンサの上側プレートとして機能するパターン化された第３
の金属層と、
　第３の層間絶縁層及び第４のスルーホールであって、第３の層間絶縁層は、第２の層間
絶縁層及びパターン化された第３の金属層上に形成され、第４のスルーホールは、第１の
駆動トランジスタのソース及びドレイン、第２の駆動トランジスタのソース及びドレイン
、電源ライン、第１の蓄積コンデンサの上側プレート及び第２の蓄積コンデンサの上側プ
レートを電気的に接続するために使用される、第３の層間絶縁層及び第４のスルーホール
と、
　第３の層間絶縁層上に形成され、第１の駆動トランジスタのソース及びドレイン、第２
の駆動トランジスタのソース及びドレイン、並びに電源ラインとして機能するパターン化
された第４の金属層と、
　パッシベーション絶縁層及びコンタクトホールであって、パッシベーション絶縁層は、
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第３の層間絶縁層及びパターン化された第４の金属層上に形成され、コンタクトホールは
、第１の駆動トランジスタのドレインと第１のＯＬＥＤのアノードとの間、並びに第２の
駆動トランジスタのドレインと第２のＯＬＥＤのアノードとの間を電気的に接続するため
に使用される、パッシベーション絶縁層及びコンタクトホールとを備えていてもよい。
【００１２】
　また、このＯＬＥＤディスプレイパネルは、第２の層間絶縁層を貫通し、第１の蓄積コ
ンデンサの下側プレートと対向する開口部を更に備えていてもよい。
【００１３】
　また、このＯＬＥＤディスプレイパネルにおいて、第１の蓄積コンデンサの上側プレー
トと第２の蓄積コンデンサの上側プレートは、同じ構造層上に配置してもよい。
【００１４】
　また、このＯＬＥＤディスプレイパネルは、特に、
　基板上に形成され、第１のスイッチトランジスタ、第１の駆動トランジスタ、第２のス
イッチトランジスタ及び第２の駆動トランジスタのアクティブ層として機能するシリコン
アイランドと、
　ゲート絶縁層及び複数の第１のスルーホールであって、ゲート絶縁層は、基板及びシリ
コンアイランド上に形成され、第１のスルーホールは、第１のスイッチトランジスタのド
レインと第１の蓄積コンデンサの下側プレートとの間、及び第２のスイッチトランジスタ
のドレインと第２の蓄積コンデンサの下側プレートとの間を電気的に接続するために使用
される、ゲート絶縁層及び複数の第１のスルーホールと、
　ゲート絶縁層上に形成され、走査ライン、第１の蓄積コンデンサの下側プレート、第２
の蓄積コンデンサの下側プレート、第１のスイッチトランジスタのゲート、第１の駆動ト
ランジスタのゲート、第２のスイッチトランジスタのゲート、及び第２の駆動トランジス
タのゲートとして機能するパターン化された第１の金属層と、
　第１の層間絶縁層及び第２のスルーホールであって、第１の層間絶縁層は、ゲート絶縁
層及びパターン化された第１の金属層上に形成され、第２のスルーホールは、第１のデー
タラインと第１のスイッチトランジスタのソースとを電気的に接続するために使用される
、第１の層間絶縁層及び第２のスルーホールと、
　第１の層間絶縁層上に形成され、第１のデータライン、第１のスイッチトランジスタの
ソース、及び第２の蓄積コンデンサの上側プレートとして機能するパターン化された第２
の金属層と、
　第２の層間絶縁層及び第３のスルーホールであって、第２の層間絶縁層は、第１の層間
絶縁層及びパターン化された第２の金属層上に形成され、第３のスルーホールは、第２の
データラインと第２のスイッチトランジスタのソースとを電気的に接続するために使用さ
れる、第２の層間絶縁層及び第３のスルーホールと、
　第２の層間絶縁層上に形成され、第２のデータライン、及び第２のスイッチトランジス
タのソースとして機能するパターン化された第３の金属層と、
　第３の層間絶縁層及び第４のスルーホールであって、第３の層間絶縁層は、第２の層間
絶縁層及びパターン化された第３の金属層上に形成され、第４のスルーホールは、第１の
駆動トランジスタのソース及びドレイン、第２の駆動トランジスタのソース及びドレイン
、電源ライン、第１の蓄積コンデンサの上側プレート及び第２の蓄積コンデンサの上側プ
レートを電気的に接続するために使用される、第３の層間絶縁層及び第４のスルーホール
と、
　第３の層間絶縁層上に形成され、第１の駆動トランジスタのソース及びドレイン、第２
の駆動トランジスタのソース及びドレイン、並びに電源ラインとして機能するパターン化
された第４の金属層と、
　パッシベーション絶縁層及び複数のコンタクトホールであって、パッシベーション絶縁
層は、第３の層間絶縁層及びパターン化された第４の金属層上に形成され、コンタクトホ
ールは、第１の駆動トランジスタのドレインと第１のＯＬＥＤのアノードとの間、並びに
第２の駆動トランジスタのドレインと第２のＯＬＥＤのアノードとの間を電気的に接続す
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るために使用される、パッシベーション絶縁層及び複数のコンタクトホールとを備えてい
てもよい。
【００１５】
　また、本発明は、ＯＬＥＤディスプレイパネルの製造方法を提供し、この方法は、
　基板上に、走査ライン、データライン及び電源ラインを形成することを含み、走査ライ
ン及びデータラインは、マトリクス状に配置された複数のピクセルグループを画定し、
　各ピクセルグループは、２つのサブピクセルを有し、同じピクセルグループ内の２つの
サブピクセルは、同じ電源ラインに接続され、電源ラインに関して鏡面対称に配置され、
同じピクセルグループ内の２つのサブピクセルに接続されたデータラインは、異なる構造
層上に配置される。
【００１６】
　このＯＬＥＤディスプレイパネルの製造方法において、同じピクセルグループ内の２つ
のサブピクセルは、第１のサブピクセルと第２のサブピクセルを含み、第１のサブピクセ
ルは、第１の蓄積コンデンサを含み、第２のサブピクセルは、第２の蓄積コンデンサを含
み、第１の蓄積コンデンサの上側プレートと第２の蓄積コンデンサの上側プレートは、異
なる構造層上に配置され、２回のプロセスを実行することによって形成してもよい。
【００１７】
　また、このＯＬＥＤディスプレイパネルの製造方法において、第１のサブピクセルは、
第１のスイッチトランジスタ及び第１の駆動トランジスタを更に含み、第２のサブピクセ
ルは、第２のスイッチトランジスタ及び第２の駆動トランジスタを更に含み、第１のスイ
ッチトランジスタのソースは、第１のデータラインに接続され、第２のスイッチトランジ
スタのソースは、第２のデータラインに接続され、第１のデータライン、第２のデータラ
イン、及び電源ラインとは互いに平行であり、走査ラインは、電源ラインに垂直であり、
第１のデータライン及び第２のデータライン、第１の蓄積コンデンサ及び第２の蓄積コン
デンサ、第１のスイッチトランジスタ及び第２のスイッチトランジスタ、第１の駆動トラ
ンジスタ及び第２の駆動トランジスタは、それぞれ電源ラインに関して鏡面対称に配置し
てもよい。
【００１８】
　また、このＯＬＥＤディスプレイパネルの製造方法において、ＯＬＥＤディスプレイパ
ネルは、
　第１のスイッチトランジスタ、第１の駆動トランジスタ、第２のスイッチトランジスタ
及び第２の駆動トランジスタのアクティブ層として機能するシリコンアイランドを形成す
る工程と、
　ゲート絶縁層及び複数の第１のスルーホールを形成する工程であって、ゲート絶縁層は
、基板及びシリコンアイランド上に形成され、第１のスルーホールは、第１のスイッチト
ランジスタのドレインと第１の蓄積コンデンサの下側プレートとの間、及び第２のスイッ
チトランジスタのドレインと第２の蓄積コンデンサの下側プレートとの間を電気的に接続
するために使用される工程と、
　パターン化された第１の金属層を形成する工程であって、パターン化された第１の金属
層は、ゲート絶縁層上に形成され、走査ライン、第１の蓄積コンデンサの下側プレート、
第２の蓄積コンデンサの下側プレート、第１のスイッチトランジスタのゲート、第１の駆
動トランジスタのゲート、第２のスイッチトランジスタのゲート、及び第２の駆動トラン
ジスタのゲートとして機能する工程と、
　第１の層間絶縁層及び第２のスルーホールを形成する工程であって、第１の層間絶縁層
は、ゲート絶縁層及びパターン化された第１の金属層上に形成され、第２のスルーホール
は、第１のデータラインと第１のスイッチトランジスタのソースとの間を電気的に接続す
るために使用される工程と、
　パターン化された第２の金属層を形成する工程であって、パターン化された第２の金属
層は、第１の層間絶縁層上に形成され、第１のデータライン、第１のスイッチトランジス
タのソース、及び第２の蓄積コンデンサの上側プレートとして機能する工程と、
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　第２の層間絶縁層及び第３のスルーホールを形成する工程であって、第２の層間絶縁層
は、第１の層間絶縁層及びパターン化された第２の金属層上に形成され、第３のスルーホ
ールは、第２のデータラインと第２のスイッチトランジスタのソースとを電気的に接続す
るために使用される工程と、
　パターン化された第３の金属層を形成する工程であって、パターン化された第３の金属
層は、第２の層間絶縁層上に形成され、第２のデータライン、第２のスイッチトランジス
タのソース及び第１の蓄積コンデンサの上側プレートとして機能する工程と、
　第３の層間絶縁層及び第４のスルーホールを形成する工程であって、第３の層間絶縁層
は、第２の層間絶縁層及びパターン化された第３の金属層上に形成され、第４のスルーホ
ールは、第１の駆動トランジスタのソース及びドレイン、第２の駆動トランジスタのソー
ス及びドレイン、電源ライン、第１の蓄積コンデンサの上側プレート及び第２の蓄積コン
デンサの上側プレートを電気的に接続するために使用される工程と、
　パターン化された第４の金属層を形成する工程であって、パターン化された第４の金属
層は、第３の層間絶縁層上に形成され、第１の駆動トランジスタのソース及びドレイン、
第２の駆動トランジスタのソース及びドレイン、並びに電源ラインとして機能する工程と
、
　パッシベーション絶縁層及び複数のコンタクトホールを形成する工程であって、パッシ
ベーション絶縁層は、第３の層間絶縁層及びパターン化された第４の金属層上に形成され
、コンタクトホールは、第１の駆動トランジスタのドレインと第１のＯＬＥＤのアノード
との間、並びに第２の駆動トランジスタのドレインと第２のＯＬＥＤのアノードとの間を
電気的に接続するために使用される工程とによって形成してもよい。
【００１９】
　また、このＯＬＥＤディスプレイパネルの製造方法において、第２の層間絶縁層を形成
した後、第２の層間絶縁層を貫通し、第１の蓄積コンデンサの下側プレートと対向する開
口部を更に形成してもよい。
【００２０】
　また、このＯＬＥＤディスプレイパネルの製造方法において、第１の蓄積コンデンサの
上側プレートと第２の蓄積コンデンサの上側プレートは、同じ構造層上に配置され、一回
のプロセスによって形成してもよい。
【００２１】
　また、このＯＬＥＤディスプレイパネルの製造方法において、ＯＬＥＤディスプレイパ
ネルは、特に、
　シリコンアイランドを形成する工程であって、シリコンアイランドは、基板上に形成さ
れ、第１のスイッチトランジスタ、第１の駆動トランジスタ、第２のスイッチトランジス
タ及び第２の駆動トランジスタのアクティブ層として機能する工程と、
　ゲート絶縁層及び第１のスルーホールを形成する工程であって、ゲート絶縁層は、基板
及びシリコンアイランド上に形成され、第１のスルーホールは、第１のスイッチトランジ
スタのドレインと第１の蓄積コンデンサの下側プレートとの間、及び第２のスイッチトラ
ンジスタのドレインと第２の蓄積コンデンサの下側プレートとの間を電気的に接続するた
めに使用される工程と、
　パターン化された第１の金属層を形成する工程であって、パターン化された第１の金属
層は、ゲート絶縁層上に形成され、走査ライン、第１の蓄積コンデンサの下側プレート、
第２の蓄積コンデンサの下側プレート、第１のスイッチトランジスタのゲート、第１の駆
動トランジスタのゲート、第２のスイッチトランジスタのゲート、及び第２の駆動トラン
ジスタのゲートとして機能する工程と、
　第１の層間絶縁層及び第２のスルーホールを形成する工程であって、第１の層間絶縁層
は、ゲート絶縁層及びパターン化された第１の金属層上に形成され、第２のスルーホール
は、第１のデータラインと第１のスイッチトランジスタのソースとを電気的に接続するた
めに使用される工程と、
　パターン化された第２の金属層を形成する工程であって、パターン化された第２の金属
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層は、第１の層間絶縁層上に形成され、第１のデータライン、第１のスイッチトランジス
タのソース、第２の蓄積コンデンサの上側プレート、及び第２の蓄積コンデンサの上側プ
レートとして機能する工程と、
　第２の層間絶縁層及び第３のスルーホールを形成する工程であって、第２の層間絶縁層
は、第１の層間絶縁層及びパターン化された第２の金属層上に形成され、第３のスルーホ
ールは、第２のデータラインと第２のスイッチトランジスタのソースとを電気的に接続す
るために使用される工程と、
　パターン化された第３の金属層を形成する工程であって、パターン化された第３の金属
層は、第２の層間絶縁層上に形成され、第２のデータライン、及び第２のスイッチトラン
ジスタのソースとして機能する工程と、
　第３の層間絶縁層及び第４のスルーホールを形成する工程であって、第３の層間絶縁層
は、第２の層間絶縁層及びパターン化された第３の金属層上に形成され、第４のスルーホ
ールは、第１の駆動トランジスタのソース及びドレイン、第２の駆動トランジスタのソー
ス及びドレイン、電源ライン、第１の蓄積コンデンサの上側プレート及び第２の蓄積コン
デンサの上側プレートを電気的に接続するために使用される工程と、
　パターン化された第４の金属層を形成する工程であって、パターン化された第４の金属
層は、第３の層間絶縁層上に形成され、第１の駆動トランジスタのソース及びドレイン、
第２の駆動トランジスタのソース及びドレイン、並びに電源ラインとして機能する工程と
、
　パッシベーション絶縁層及び複数のコンタクトホールを形成する工程であって、パッシ
ベーション絶縁層は、第３の層間絶縁層及びパターン化された第４の金属層上に形成され
、コンタクトホールは、第１の駆動トランジスタのドレインと第１のＯＬＥＤのアノード
との間、並びに第２の駆動トランジスタのドレインと第２のＯＬＥＤのアノードとの間を
電気的に接続するために使用される工程とによって形成してもよい。
【００２２】
　本発明が提供するＯＬＥＤディスプレイパネルは、走査ライン、データライン及び電源
ラインＶＤＤを含む。走査ライン及びデータラインは、マトリクス状に配置された複数の
ピクセルグループを画定し、各ピクセルグループは、２つのサブピクセルを有し、同じピ
クセルグループ内の２つのサブピクセルは、同じ電源ラインに接続され、電源ラインに関
して鏡面対称に配置され、同じピクセルグループ内の２つのサブピクセルに接続されたデ
ータラインは、異なる構造層上に配置されている（すなわち、２つのサブピクセルに接続
されたデータラインは、同じ層上にない）。一側面として、同じピクセルグループ内の２
つのサブピクセルに接続されたデータラインが異なる構造層上に配置されるため、ピクセ
ル面積を縮小することなく、同じ層上の隣接するデータライン間の距離が２倍になり、異
なる層間の隣接するデータラインが層間絶縁層によって分離されるので、データライン間
の短絡の発生確率を効果的に低減できる。更に、使用時のデータライン間のクロストーク
も大幅に低減され、製品歩留まりが向上するのみではなく、製品の画質が改善される。他
の側面として、同じピクセルグループ内の２つのサブピクセルに対応して接続されたデー
タラインは、異なる構造層に配置されるため、既存の装置及び／又はプロセス条件に基づ
いてピクセル面積を縮小でき、ＯＬＥＤディスプレイパネルのＰＰＩを改善し、ＯＬＥＤ
ディスプレイパネルの解像度を向上させることができる。
【００２３】
　また、第１の蓄積コンデンサの上側プレートと第２の蓄積コンデンサの上側プレートは
、異なる構造層上に位置し、プロセスを２回行うことで形成される。例えば、第１のデー
タラインと第２の蓄積コンデンサの上側プレートとが共に形成され、第２のデータライン
と第１の蓄積コンデンサの上側プレートとが共に形成される。すなわち、第１のデータラ
インと第１の蓄積コンデンサの上側プレートとは同じ層上になく、第２のデータラインと
第２の蓄積コンデンサの上側プレートとは同じ層上にない。このため、同じ層のデータラ
インと蓄積コンデンサの上側プレートとの間の距離を短くでき、ピクセル面積を更に減少
させ、ＯＬＥＤディスプレイパネルのＰＰＩを改善できる。
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【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】従来のＯＬＥＤディスプレイパネルのピクセル回路図である。
【図２ａ】本発明の実施形態１におけるシリコンアイランドを形成した後のＯＬＥＤディ
スプレイパネルのピクセルグループの概略的平面図である。
【図２ｂ】本発明の実施形態１においてシリコンアイランドを形成した後のＯＬＥＤディ
スプレイパネルの第１のサブピクセルの概略的断面図である。
【図２ｃ】本発明の実施形態１においてシリコンアイランドを形成した後のＯＬＥＤディ
スプレイパネルの第２のサブピクセルの概略的断面図である。
【図３ａ】本発明の実施形態１において第１のスルーホールを形成した後の、ＯＬＥＤデ
ィスプレイパネルのピクセルグループの概略的平面図である。
【図３ｂ】本発明の実施形態１において第１のスルーホールを形成した後の、ＯＬＥＤデ
ィスプレイパネルの第１のサブピクセルの概略的断面図である。
【図３ｃ】本発明の実施形態１において第１のスルーホールを形成した後の、ＯＬＥＤデ
ィスプレイパネルの第２のサブピクセルの概略的断面図である。
【図４ａ】本発明の実施形態１において第１の金属層を形成した後のＯＬＥＤディスプレ
イパネルのピクセルグループの概略的平面図である。
【図４ｂ】本発明の実施形態１において第１の金属層を形成した後のＯＬＥＤディスプレ
イパネルの第１のサブピクセルの概略的断面図である。
【図４ｃ】本発明の実施形態１において第１の金属層を形成した後のＯＬＥＤディスプレ
イパネルの第２のサブピクセルの概略的断面図である。
【図５ａ】本発明の実施形態１において第２のスルーホールを形成した後のＯＬＥＤディ
スプレイパネルのピクセルグループの概略的平面図である。
【図５ｂ】本発明の実施形態１において第２のスルーホールを形成した後のＯＬＥＤディ
スプレイパネルの第１のサブピクセルの概略的断面図である。
【図５ｃ】本発明の実施形態１において第２のスルーホールを形成した後のＯＬＥＤディ
スプレイパネルの第２のサブピクセルの概略的断面図である。
【図６ａ】本発明の実施形態１において第２の金属層を形成した後のＯＬＥＤディスプレ
イパネルのピクセルグループの概略的平面図である。
【図６ｂ】本発明の実施形態１において第２の金属層を形成した後のＯＬＥＤディスプレ
イパネルの第１のサブピクセルの概略的断面図である。
【図６ｃ】本発明の実施形態１において第２の金属層を形成した後のＯＬＥＤディスプレ
イパネルの第２のサブピクセルの概略的断面図である。
【図７ａ】本発明の実施形態１において第３のスルーホールを形成した後のＯＬＥＤディ
スプレイパネルのピクセルグループの概略的平面図である。
【図７ｂ】本発明の実施形態１において第３のスルーホールを形成した後のＯＬＥＤディ
スプレイパネルの第１のサブピクセルの概略的断面図である。
【図７ｃ】本発明の実施形態１において第３のスルーホールを形成した後のＯＬＥＤディ
スプレイパネルの第２のサブピクセルの概略的断面図である。
【図８ａ】本発明の実施形態１において第３の金属層を形成した後のＯＬＥＤディスプレ
イパネルのピクセルグループの概略的平面図である。
【図８ｂ】本発明の実施形態１において第３の金属層を形成した後のＯＬＥＤディスプレ
イパネルの第１のサブピクセルの概略的断面図である。
【図８ｃ】本発明の実施形態１において第３の金属層を形成した後のＯＬＥＤディスプレ
イパネルの第２のサブピクセルの概略的断面図である。
【図９ａ】本発明の実施形態１において第４のスルーホールを形成した後のＯＬＥＤディ
スプレイパネルのピクセルグループの概略的平面図である。
【図９ｂ】本発明の実施形態１において第４のスルーホールを形成した後のＯＬＥＤディ
スプレイパネルの第１のサブピクセルの概略的断面図である。
【図９ｃ】本発明の実施形態１において第４のスルーホールを形成した後のＯＬＥＤディ
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スプレイパネルの第２のサブピクセルの概略的断面図である。
【図１０ａ】本発明の実施形態１において第４の金属層を形成した後のＯＬＥＤディスプ
レイパネルのピクセルグループの概略的平面図である。
【図１０ｂ】本発明の実施形態１において第４の金属層を形成した後のＯＬＥＤディスプ
レイパネルの第１のサブピクセルの概略的断面図である。
【図１０ｃ】本発明の実施形態１において第４の金属層を形成した後のＯＬＥＤディスプ
レイパネルの第２のサブピクセルの概略的断面図である。
【図１１ａ】本発明の実施形態１においてコンタクトホールを形成した後のＯＬＥＤディ
スプレイパネルのピクセルグループの概略的平面図である。
【図１１ｂ】本発明の実施形態１においてコンタクトホールを形成した後のＯＬＥＤディ
スプレイパネルの第１のサブピクセルの概略的断面図である。
【図１１ｃ】本発明の実施形態１においてコンタクトホールを形成した後のＯＬＥＤディ
スプレイパネルの第２のサブピクセルの概略的断面図である。
【図１２ａ】本発明の実施形態１においてアノードを形成した後のＯＬＥＤディスプレイ
パネルのピクセルグループの概略的平面図である。
【図１２ｂ】本発明の実施形態１においてアノードを形成した後のＯＬＥＤディスプレイ
パネルの第１のサブピクセルの概略的断面図である。
【図１２ｃ】本発明の実施形態１においてアノードを形成した後のＯＬＥＤディスプレイ
パネルの第２のサブピクセルの概略的断面図である。
【図１３ａ】本発明の実施形態２においてシリコンアイランドを形成した後のＯＬＥＤデ
ィスプレイパネルのピクセルグループの概略的平面図である。
【図１３ｂ】本発明の実施形態２においてシリコンアイランドを形成した後のＯＬＥＤデ
ィスプレイパネルの第１のサブピクセルの概略的断面図である。
【図１３ｃ】本発明の実施形態２においてシリコンアイランドを形成した後のＯＬＥＤデ
ィスプレイパネルの第２のサブピクセルの概略的断面図である。
【図１４ａ】本発明の実施形態２において第１のスルーホールを形成した後のＯＬＥＤデ
ィスプレイパネルのピクセルグループの概略的平面図である。
【図１４ｂ】本発明の実施形態２において第１のスルーホールを形成した後のＯＬＥＤデ
ィスプレイパネルの第１のサブピクセルの概略的断面図である。
【図１４ｃ】本発明の実施形態２において第１のスルーホールを形成した後のＯＬＥＤデ
ィスプレイパネルの第２のサブピクセルの概略的断面図である。
【図１５ａ】本発明の実施形態２において第１の金属層を形成した後のＯＬＥＤディスプ
レイパネルのピクセルグループの概略的平面図である。
【図１５ｂ】本発明の実施形態２において第１の金属層を形成した後のＯＬＥＤディスプ
レイパネルの第１のサブピクセルの概略的断面図である。
【図１５ｃ】本発明の実施形態２において第１の金属層を形成した後のＯＬＥＤディスプ
レイパネルの第２のサブピクセルの概略的断面図である。
【図１６ａ】本発明の実施形態２において第２のスルーホールを形成した後のＯＬＥＤデ
ィスプレイパネルのピクセルグループの概略的平面図である。
【図１６ｂ】本発明の実施形態２において第２のスルーホールを形成した後のＯＬＥＤデ
ィスプレイパネルの第１のサブピクセルの概略的断面図である。
【図１６ｃ】本発明の実施形態２において第２のスルーホールを形成した後のＯＬＥＤデ
ィスプレイパネルの第２のサブピクセルの概略的断面図である。
【図１７ａ】本発明の実施形態２において第２の金属層を形成した後のＯＬＥＤディスプ
レイパネルのピクセルグループの概略的平面図である。
【図１７ｂ】本発明の実施形態２において第２の金属層を形成した後のＯＬＥＤディスプ
レイパネルの第１のサブピクセルの概略的断面図である。
【図１７ｃ】本発明の実施形態２において第２の金属層を形成した後のＯＬＥＤディスプ
レイパネルの第２のサブピクセルの概略的断面図である。
【図１８ａ】本発明の実施形態２において第３のスルーホールを形成した後のＯＬＥＤデ
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ィスプレイパネルのピクセルグループの概略的平面図である。
【図１８ｂ】本発明の実施形態２において第３のスルーホールを形成した後のＯＬＥＤデ
ィスプレイパネルの第１のサブピクセルの概略的断面図である。
【図１８ｃ】本発明の実施形態２において第３のスルーホールを形成した後のＯＬＥＤデ
ィスプレイパネルの第２のサブピクセルの概略的断面図である。
【図１９ａ】本発明の実施形態２において第３の金属層を形成した後のＯＬＥＤディスプ
レイパネルのピクセルグループの概略的平面図である。
【図１９ｂ】本発明の実施形態２において第３の金属層を形成した後のＯＬＥＤディスプ
レイパネルの第１のサブピクセルの概略的断面図である。
【図１９ｃ】本発明の実施形態２において第３の金属層を形成した後のＯＬＥＤディスプ
レイパネルの第２のサブピクセルの概略的断面図である。
【図２０ａ】本発明の実施形態２において第４のスルーホールを形成した後のＯＬＥＤデ
ィスプレイパネルのピクセルグループの概略的平面図である。
【図２０ｂ】本発明の実施形態２において第４のスルーホールを形成した後のＯＬＥＤデ
ィスプレイパネルの第１のサブピクセルの概略的断面図である。
【図２０ｃ】本発明の実施形態２において第４のスルーホールを形成した後のＯＬＥＤデ
ィスプレイパネルの第２のサブピクセルの概略的断面図である。
【図２１ａ】本発明の実施形態２において第４の金属層を形成した後のＯＬＥＤディスプ
レイパネルのピクセルグループの概略的平面図である。
【図２１ｂ】本発明の実施形態２において第４の金属層を形成した後のＯＬＥＤディスプ
レイパネルの第１のサブピクセルの概略的断面図である。
【図２１ｃ】本発明の実施形態２において第４の金属層を形成した後のＯＬＥＤディスプ
レイパネルの第２のサブピクセルの概略的断面図である。
【図２２ａ】本発明の実施形態２においてコンタクトホールを形成した後のＯＬＥＤディ
スプレイパネルのピクセルグループの概略的平面図である。
【図２２ｂ】本発明の実施形態２においてコンタクトホールを形成した後のＯＬＥＤディ
スプレイパネルの第１のサブピクセルの概略的断面図である。
【図２２ｃ】本発明の実施形態２においてコンタクトホールを形成した後のＯＬＥＤディ
スプレイパネルの第２のサブピクセルの概略的断面図である。
【図２３ａ】本発明の実施形態２において、アノードを形成した後のＯＬＥＤディスプレ
イパネルのピクセルグループの概略的平面図である。
【図２３ｂ】本発明の実施形態２において、アノードを形成した後のＯＬＥＤディスプレ
イパネルの第１のサブピクセルの概略的断面図である。
【図２３ｃ】本発明の実施形態２においてアノードを形成した後のＯＬＥＤディスプレイ
パネルの第２のサブピクセルの概略的断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本発明の主な概念は、有機発光ダイオード（Organic Light-Emitting Diode：ＯＬＥＤ
）ディスプレイパネル及びその製造方法を提供することであり、ＯＬＥＤディスプレイパ
ネルは、走査ライン、データライン及び電源ラインＶＤＤを備え、走査ライン及びデータ
ラインは、マトリクス状に配置された複数のピクセルグループを画定し、各ピクセルグル
ープは、２つのサブピクセルを有し、同じピクセルグループ内の２つのサブピクセルは、
同じ電源ラインＶＤＤに接続され、電源ラインＶＤＤに関して鏡面対称に配置され、同じ
ピクセルグループ内の２つのサブピクセルに別々に接続されたデータラインは、異なる構
造層上に配置される。これにより、ピクセル領域を縮小することなく、同じ層上の隣接す
るデータライン間の距離を２倍にでき、異なる層間の隣接するデータラインは、層間絶縁
層によって分離されるため、データライン間の短絡の発生確率を効果的に低減でき、デー
タライン間のクロストークを大幅に解消できる。更に、同じピクセルグループ内の２つの
サブピクセルに対応して接続されたデータラインは、異なる構造層上に配置されるため、
既存の装置及び／又はプロセス条件に基づいてピクセル面積を縮小でき、ＯＬＥＤディス
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プレイパネルのＰＰＩを改善し、ＯＬＥＤディスプレイパネルの解像度を向上させること
ができる。
【００２６】
　以下、添付の図面及び特定の実施形態を参照して、本発明のＯＬＥＤディスプレイパネ
ル及びＯＬＥＤディスプレイパネルの製造方法について更に詳細に説明する。本発明の利
点及び特徴は、以下の説明及び特許請求の範囲によってより明らかになる。なお、図面に
おいて、膜厚、並びに各層の領域の大きさ及び形状は、ＯＬＥＤディスプレイパネルの真
のスケールを反映しておらず、本発明の内容を概略的に説明することのみを目的として示
している。
【００２７】
　実施形態１
　図１２ａは、本発明の実施形態１におけるＯＬＥＤディスプレイパネルのピクセルグル
ープの概略的平面図であり、２つのサブピクセルを含む構造を示している。図１２ｂは、
図１２ａの第１のサブピクセルの概略的断面図である。図１２ｃは、図１２ａの第２のサ
ブピクセルの概略的断面図である。
【００２８】
　図１２ａ、図１２ｂ及び図１２ｃに示すように、この実施形態のＯＬＥＤディスプレイ
パネルの主要な構造は、基板１００上に形成された走査ライン、データライン及び電源ラ
インを含み、走査ライン及びデータラインは、マトリックス状に配置された複数のピクセ
ルグループを画定している。各ピクセルグループは、２つのサブピクセルを有する。同じ
ピクセルグループ内の２つのサブピクセルは、同じ電源ラインＶＤＤに接続され、電源ラ
インＶＤＤに関して鏡面対称に配置されている。同じピクセルグループ内の２つのサブピ
クセルに別々に接続されたデータラインは、異なる構造層上に配置されている。この実施
形態における技術的解決策の説明を容易にするために、図１２ａにおいて、図の平面方向
に上下に配列された２つのサブピクセルを第１のサブピクセル及び第２のサブピクセルと
し、下側のサブピクセルを第１のサブピクセルと呼び、上側のサブピクセルを第２のサブ
ピクセルと呼ぶ。第１のサブピクセルのスイッチトランジスタのソースに接続されたデー
タラインを第１のデータラインＤ１と呼び、第２のサブピクセルのスイッチトランジスタ
のソースに接続されたデータラインを第２のデータラインＤ２と呼ぶ。
【００２９】
　図２～図１１ｃと共に、図１２ａ、図１２ｂ、及び図１２ｃを参照して説明を続けると
、第１のデータラインＤ１は、第２の層間絶縁層１６０の下（具体的には、第１の層間絶
縁層１４０と第２の層間絶縁層１６０との間）に配置されている。第１のデータラインＤ
１は、第１の層間絶縁層１４０を貫通するスルーホール（ここでは、第２のスルーホール
１４０ａ－１と呼ぶ。）によって、第１のスイッチトランジスタのソースＳ１１に接続さ
れている。第２のデータラインＤ２は、第２の層間絶縁層１６０の上（具体的には、第２
の層間絶縁層１６０と第３の層間絶縁層１８０との間）に配置されている。第２のデータ
ラインＤ２は、第１の層間絶縁層１４０及び第２の層間絶縁層１６０を貫通するスルーホ
ール（ここでは、第３のスルーホール１６０ａ－２と呼ぶ。）によって、第２のスイッチ
トランジスタのソースＳ２１に接続されている。すなわち、第１のデータラインＤ１及び
第２のデータラインＤ２は、第２の層間絶縁層１６０の両側に位置する。第２の層間絶縁
層１６０は、第１のデータラインＤ１と第２のデータラインＤ２とを分離するように配置
されている。第１のデータラインＤ１及び第２のデータラインＤ２は、深さが異なるスル
ーホールを介してスイッチトランジスタのソースに接続されている。これにより、ピクセ
ル面積を縮小することなく、同じ層上の隣接するデータライン間のピッチが２倍になり、
異なる層間の隣接するデータラインは、層間絶縁層（ここでは、具体的には、第２の層間
絶縁層１６０と呼ぶ。）によって分離されるので、生産時のデータライン間の短絡の発生
確率を効果的に低減できる。更に、使用時のデータライン間のクロストークも大幅に低減
され、製品歩留まりが向上するのみではなく、製品の画質が改善される。このように、同
じピクセルグループ内の２つのサブピクセルに対応して接続されたデータラインは、異な
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る構造層に配置されるため（同じ層上の隣接するデータライン間のピッチが大きくなるた
め）、既存の装置及び／又はプロセス条件によって必ずしも制約されることなく、ピクセ
ル面積を縮小でき、ＯＬＥＤディスプレイパネルのＰＰＩを改善することができる。
【００３０】
　具体的には、図１２ａ及び図１２ｂに示すように、第１のサブピクセルは、第１のスイ
ッチトランジスタＴ１１、第１の駆動トランジスタＴ１２及び第１の蓄積コンデンサＣ１
を含む。第１のスイッチトランジスタＴ１１は、ゲートＧ１１と、ソースＳ１１と、ドレ
インＤ１１と、アクティブ層１１１－１（すなわち、シリコンアイランドの第１のセグメ
ント）とを含む。第１の駆動トランジスタＴ１２は、ゲートＧ１２と、ソースＳ１２と、
ドレインＤ１２と、アクティブ層１１１－２（すなわち、シリコンアイランドの第２のセ
グメント）とを含む。第１の蓄積コンデンサＣ１は、第１のプレート（すなわち、下側プ
レートＣ１－１）と、第２のプレート（すなわち、上側プレートＣ１－２）と、下側プレ
ートＣ１－１及び上側プレートＣ１－２の間に形成されている第１の層間絶縁層１４０と
を含む。第１のスイッチトランジスタＴ１１のゲートＧ１１は、走査ラインＳｎに接続さ
れている（実際には、一体構造を形成している）。第１のスイッチトランジスタＴ１１の
ソースＳ１１は、第１のデータラインＤ１に接続されている（実際には一体構造を形成し
ている）。第１のスイッチトランジスタＴ１１のドレインＤ１１、第１の蓄積コンデンサ
Ｃ１の第１のプレート（すなわち、下側プレートＣ１－１）、及び第１の駆動トランジス
タＴ１２のゲートＧ１２は、接続されている。第１の駆動トランジスタＴ１２のソースＳ
１２及び第１の蓄積コンデンサＣ１の第２のプレート（すなわち上側プレートＣ１－２）
は、共に電源ラインＶＤＤに接続されている。第１の駆動トランジスタＴ１２のドレイン
Ｄ１２は、第１のＯＬＥＤのアノード２２１に接続されている。走査ラインＳｎは、第１
のスイッチトランジスタＴ１１のオン／オフ電圧を供給するために使用される。第１の駆
動トランジスタＴ１２は、第１のデータラインＤ１を制御して第１のＯＬＥＤにデータ電
圧を供給するために使用される。
【００３１】
　具体的には、図１２ａ及び図１２ｃに示すように、第２のサブピクセルは、第２のスイ
ッチトランジスタＴ２１、第２の駆動トランジスタＴ２２及び第２の蓄積コンデンサＣ２
を含む。第２のスイッチトランジスタＴ２１は、ゲートＧ２１、ソースＳ２１、ドレイン
Ｄ２１、及びアクティブ層１１２－１（すなわち、シリコンアイランドの第３のセグメン
ト）を含む。第２の駆動トランジスタＴ２２は、ゲートＧ２２、ソースＳ２２、ドレイン
Ｄ２２、及びアクティブ層１１２－２（すなわち、シリコンアイランドの第４のセグメン
ト）を含む。第２の蓄積コンデンサＣ２は、第１のプレート（すなわち、下側プレートＣ
２－１）、第２のプレート（すなわち、上側プレートＣ２－２）、及び下側プレートＣ２
－１と上側プレートＣ２－２との間に形成されている第１の層間絶縁層１４０を含む。第
２のスイッチトランジスタＴ２１のゲートＧ２１は、走査ラインＳｎに接続されている（
実際には一体構造を形成している）。第２のスイッチトランジスタＴ２１のソースＳ２１
は、第２のデータラインＤ２に接続されている（実際には一体構造を形成している）。第
２のスイッチトランジスタＴ２１のドレインＤ２１、第２の蓄積コンデンサＣ２の第１の
プレート（すなわち、下側プレートＣ２－１）、及び第２の駆動トランジスタＴ２２のゲ
ートＧ２２は、接続されている。第２の駆動トランジスタＴ２２のソースＳ２２及び第２
の蓄積コンデンサＣ２の第２のプレート（すなわち上側プレートＣ２－２）は、共に電源
ラインＶＤＤに接続されている。第２の駆動トランジスタＴ２２のドレインＤ２２は、第
２のＯＬＥＤのアノード２２２に接続されている。走査ラインＳｎは、第２のスイッチト
ランジスタＴ２１のオン／オフ電圧を供給するために使用される。第２の駆動トランジス
タＴ２２は、第２のデータラインＤ２を制御して第２のＯＬＥＤにデータ電圧を供給する
ために使用される。
【００３２】
　更に図１０ａ、図１１ａ及び図１２ａに示すように、第１のデータラインＤ１、第２の
データラインＤ２及び電源ラインＶＤＤは、互いに平行である。走査ラインＳｎは、電源
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ラインＶＤＤに対して垂直である。第１のデータラインＤ１及び第２のデータラインＤ２
は、電源ラインＶＤＤに関して鏡面対称に配置されている。また、第１の蓄積コンデンサ
Ｃ１及び第２の蓄積コンデンサＣ２は、電源ラインＶＤＤに関して鏡面対称に配置されて
いる。第１のスイッチトランジスタＴ１１及び第２のスイッチトランジスタＴ２１は、電
源ラインＶＤＤに関して鏡面対称に配置されている。第１の駆動トランジスタＴ１２及び
第２の駆動トランジスタＴ２２は、電源ラインＶＤＤに関して鏡面対称に配置されている
。具体的には、この実施形態では、第１の蓄積コンデンサＣ１の下側プレートＣ１－１と
第２の蓄積コンデンサＣ２の下側プレートＣ２－１は、共に矩形の形状を有し、面積が同
じであり、電源ラインＶＤＤに関して鏡面対称に配置されている。第１の蓄積コンデンサ
Ｃ１の上側プレートＣ１－２と第２の蓄積コンデンサＣ２の上側プレートＣ２－２は、共
に矩形の形状を有し、面積が同じであり、電源ラインＶＤＤに関して鏡面対称に配置され
ている。
【００３３】
　主に図２ａ、図２ｂ及び図２ｃに示すように、ＯＬＥＤディスプレイパネルは、更に、
シリコンアイランドを含む。シリコンアイランドは、基板１００上に形成され、第１のス
イッチトランジスタＴ１１、第１の駆動トランジスタＴ１２、第２のスイッチトランジス
タＴ２１及び第２の駆動トランジスタＴ２２のアクティブ層として機能する。
【００３４】
　主に図３ａ、図３ｂ及び図３ｃに示すように、ＯＬＥＤディスプレイパネルは、更に、
ゲート絶縁層１２０及び第１のスルーホール１２０ａ－１、１２０ａ－２を含む。ゲート
絶縁層１２０は、基板１００及びシリコンアイランド上に形成されている。第１のスルー
ホール１２０ａ－１、１２０ａ－２は、ゲート絶縁層１２０を貫通している。第１のスル
ーホール１２０ａ－１は、第１のスイッチトランジスタＴ１１のドレインＤ１１と第１の
蓄積コンデンサＣ１の下側プレートＣ１－１とを電気的に接続するために使用される。第
１のスルーホール１２０ａ－２は、第２のスイッチトランジスタＴ２１のドレインＤ２１
と第２の蓄積コンデンサＣ２の下側プレートＣ２－１とを電気的に接続するために使用さ
れる。
【００３５】
　主に図４ａ、図４ｂ及び図４ｃに示すように、ＯＬＥＤディスプレイパネルは、更に、
パターン化された第１の金属層を含む。パターン化された第１の金属層は、ゲート絶縁層
１２０上に形成され、第１のスイッチトランジスタＴ１１のゲートＧ１１、第１の駆動ト
ランジスタＴ１２のゲートＧ１２、第２のスイッチトランジスタＴ２１のゲートＧ２１、
第２の駆動トランジスタＴ２２のゲートＧ２２、走査ラインＳｎ、及び第１の蓄積コンデ
ンサＣ１の第１の電極（すなわち、下側プレートＣ１－１）、第２の蓄積コンデンサＣ２
の第１の電極（すなわち、下側プレートＣ２－１）として機能する。
【００３６】
　主に図５ａ、図５ｂ及び図５ｃに示すように、ＯＬＥＤディスプレイパネルは、更に、
第１の層間絶縁層１４０及び第２のスルーホール１４０ａ－１を含む。第１の層間絶縁層
１４０は、ゲート絶縁層１２０及びパターン化された第１の金属層上に形成されている。
第２のスルーホール１４０ａ－１は、第１のデータラインＤ１と第１のスイッチトランジ
スタＴ１１のソースＳ１１とを電気的に接続するために使用される。
【００３７】
　主に図６ａ、図６ｂ及び図６ｃに示すように、ＯＬＥＤディスプレイパネルは、更に、
パターン化された第２の金属層を含む。パターン化された第２の金属層は、第１の層間絶
縁層１４０上に形成され、第１のデータラインＤ１、第１のスイッチトランジスタＴ１１
のソースＳ１１、及び第２の蓄積コンデンサＣ２の第２の電極（すなわち、上側プレート
Ｃ２－２）とを含む。
【００３８】
　主に図７ａ、図７ｂ及び図７ｃに示すように、ＯＬＥＤディスプレイパネルは、更に、
第２の層間絶縁層１６０及び第３のスルーホール１６０ａ－２を含む。第２の層間絶縁層
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１６０は、第１の層間絶縁層１４０及びパターン化された第２の金属層上に形成されてい
る。第３のスルーホール１６０ａ－２は、第２のデータラインＤ２と第２のスイッチトラ
ンジスタＴ２１のソースＳ２１とを電気的に接続するために使用される。ＯＬＥＤディス
プレイパネルは、更に、開口部１６０ｂを含む。開口部１６０ｂは、第２の層間絶縁層１
６０を貫通し、第１の蓄積コンデンサＣ１の下側プレートＣ１－１と正確に対向する。
【００３９】
　主に図８ａ、図８ｂ及び図８ｃに示すように、ＯＬＥＤディスプレイパネルは、更に、
パターン化された第３の金属層を含む。パターン化された第３の金属層は、第２の層間絶
縁層１６０及び開口部１６０ｂ上に形成され、第２のデータラインＤ２、第２のスイッチ
トランジスタＴ２１のソースＳ２１、及び第１の蓄積コンデンサＣ１の第２の電極（すな
わち、上側プレートＣ１－２）として機能する。
【００４０】
　主に図９ａ、図９ｂ及び図９ｃに示すように、ＯＬＥＤディスプレイパネルは、第３の
層間絶縁層１８０、及び第４のスルーホール１８０ａ、１８０ａ－１、１８０ａ－２、１
８０ａ－３、１８０ａ－４を含む。第３の層間絶縁層１８０は、第２の層間絶縁層１６０
及びパターン化された第３の金属層上に形成され、第４のスルーホール１８０ａ、１８０
ａ－１、１８０ａ－２、１８０ａ－３、１８０ａ－４は、第１の駆動トランジスタＴ１２
のソース及びドレイン、第２の駆動トランジスタＴ２２のソース及びドレイン、電源ライ
ンＶＤＤ、第１の蓄積コンデンサＣ１の上側プレートＣ１－２及び第２の蓄積コンデンサ
Ｃ２の上側プレートＣ２－２の間の電気的接続のために使用される。
【００４１】
　主に図１０ａ、図１０ｂ及び図１０ｃに示すように、ＯＬＥＤディスプレイパネルは、
更に、パターン化された第４の金属層を含む。パターン化された第４の金属層は、第３の
層間絶縁層１８０上に形成され、第１の駆動トランジスタＴ１２のソースＳ１２及びドレ
インＤ１２、第２の駆動トランジスタＴ２２のソースＳ２２及びドレインＤ２２、及び電
源ラインＶＤＤとして機能する。
【００４２】
　主に図１１ａ、図１１ｂ及び図１１ｃに示すように、ＯＬＥＤディスプレイパネルは、
更に、パッシベーション絶縁層２００及びコンタクトホール２００ａ－１、２００ａ－２
を含む。パッシベーション絶縁層２００は、第３の層間絶縁層１８０及びパターン形成さ
れた第４の金属層上に形成されている。コンタクトホール２００ａ－１は、第１の駆動ト
ランジスタＴ１２のドレインを第１のＯＬＥＤのアノード２２１に電気的に接続するため
に使用され、コンタクトホール２００ａ－２は、第２の駆動トランジスタＴ２２のドレイ
ンを第２のＯＬＥＤのアノード２２２に電気的に接続するために使用される。
【００４３】
　以下、本発明の実施形態１に基づくＯＬＥＤディスプレイパネルの製造プロセスの平面
図及び概略的断面図を参照して、この実施形態の技術的解決策を更に説明する。本発明の
以下の説明で言及するリソグラフィプロセスは、フォトレジストコーティング、マスキン
グ、露光、エッチング、フォトレジストストリッピング等を含む。フォトレジストの一例
として、ポジ型フォトレジストを用いる。
【００４４】
　図２ａは、本発明の実施形態１におけるシリコンアイランドを形成した後のＯＬＥＤデ
ィスプレイパネルのピクセルグループの概略的平面図である。図２ｂは、本発明の実施形
態１においてシリコンアイランドを形成した後のＯＬＥＤディスプレイパネルの第１のサ
ブピクセルの概略的断面図である。図２ｃは、本発明の実施形態１においてシリコンアイ
ランドを形成した後のＯＬＥＤディスプレイパネルの第２のサブピクセルの概略的断面図
である。
【００４５】
　まず、図２ａ、図２ｂ及び図２ｃに示すように、基板１００を準備する。基板１００は
、通常、透明基板である。具体的には、透明基板は、硬質基板であってもよく、例えば、
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透明ガラス基板又は透明プラスチック基板であってもよい。透明基板は、平面形状、湾曲
形状、又は他の不規則形状を有していてもよい。なお、透明基板の材質及び／又は形状は
、これに限定されるものではない。
【００４６】
　次に、図２ａ、図２ｂ及び図２ｃに示すように、基板１００上にシリコンアイランドを
形成する。シリコンアイランドを形成する具体的なプロセスは、以下の通りである。化学
気相成長（ＣＶＤ）プロセスを使用して、基板１００上にアモルファスシリコン層（ａ－
Ｓｉ）を形成し、エキシマレーザーアニール（excimer laser annealing：ＥＬＡ）、固
相結晶化（solid phase crystallization：ＳＰＣ）又は金属誘導結晶化（metal induced
 crystallization：ＭＩＣ）等のプロセスを適用することによって、アモルファスシリコ
ン層を多結晶シリコン層（Ｐ－Ｓｉ）とし、そして、第１のフォトリソグラフィプロセス
を行い、多結晶シリコン層をパターン化してシリコンアイランドを形成する。シリコンア
イランドは、第１のスイッチトランジスタＴ１１のアクティブ層、第１の駆動トランジス
タＴ１２のアクティブ層、第２のスイッチトランジスタＴ２１のアクティブ層、及び第２
の駆動トランジスタＴ２２用のアクティブ層として使用される。具体的には、シリコンア
イランドは、第１のスイッチトランジスタＴ１１、第１の駆動トランジスタＴ１２、第２
のスイッチトランジスタＴ２１、及び第２の駆動トランジスタＴ２２のそれぞれのソース
及びドレインの位置に対応する。
【００４７】
　主に図２ａに示すように、この実施形態では、シリコンアイランドは、第１のセグメン
ト１１１－１と、第２のセグメント１１１－２と、第３のセグメント１１２－１と、第４
のセグメント１１２－２と、第５のセグメント１１３と、第６のセグメント１１４とを含
む。６つのセグメントのそれぞれは、実質的にストリップ状の形状を有する。第１のセグ
メント１１１－１、第２のセグメント１１１－２、第３のセグメント１１２－１、第４の
セグメント１１２－２、及び第５のセグメント１１３は、Ｘ方向に延び、第６のセグメン
ト１１４は、Ｙ方向に延びている。第１のセグメント１１１－１及び第３のセグメント１
１２－１は、分離されたストリップ構造である。第１のセグメント１１１－１は、第１の
サブピクセルの第１のスイッチトランジスタＴ１１のアクティブ層として使用され、第３
のセグメント１１２－１は、第２のサブピクセルの第２のスイッチトランジスタＴ２１の
アクティブ層として使用される。また、第１のセグメント１１１－１と第３のセグメント
１１２－１とは鏡面対称に配置されている。第５のセグメント１１３は、第２のセグメン
ト１１１－２と第４のセグメント１１２－２との間に位置する。第２のセグメント１１１
－２と第４のセグメント１１２－２とは、鏡面対称に配置されている。第６のセグメント
１１４は、第２のセグメント１１１－２、第４のセグメント１１２－２及び第５のセグメ
ント１１３の端部に連結されてＥ字型構造を形成する。第２のセグメント１１１－２、第
４のセグメント１１２－２、第５のセグメント１１３及び第６のセグメント１１４は、共
に第１の駆動トランジスタＴ１２及び第２の駆動トランジスタＴ２２のアクティブ層とし
て機能する（すなわち、第５のセグメント１１３は、２つの駆動トランジスタによって共
有される）。なお、本発明の他の実施形態では、シリコンアイランドの形状を適切に変形
してもよい。例えば、第１の駆動トランジスタＴ１２及び第２の駆動トランジスタＴ２２
のアクティブ層は、２つのＵ字型構造を有していてもよい（すなわち、第１の駆動トラン
ジスタＴ１２と第２の駆動トランジスタＴ２２とは、アクティブ層を共有しなくてもよい
）。本発明は、シリコンアイランドの特定の形状を限定するものではない。
【００４８】
　好ましくは、図２ｂ及び図２ｃに示すように、シリコンアイランドを基板１００上に形
成する前に、基板１００上にバッファ層１０１を形成してもよく、バッファ層１０１の材
料は、例えば、窒化シリコン又は酸化シリコンであってもよい。シリコンアイランドを基
板１００上に形成した後、第２のフォトリソグラフィプロセスを行い、シリコンアイラン
ドの所定の領域にイオン注入を行えるようにする。図２ａの箱状の点線で示すように、こ
の実施形態では、第１のスイッチトランジスタＴ１１のドレイン領域と第２のスイッチト



(22) JP 2019-501488 A 2019.1.17

10

20

30

40

50

ランジスタＴ２１のドレイン領域にイオン注入を行い、これにより、導電性を向上させる
。
【００４９】
　図３ａは、本発明の実施形態１において第１のスルーホールを形成した後の、ＯＬＥＤ
ディスプレイパネルのピクセルグループの概略的平面図である。図３ｂは、本発明の実施
形態１において第１のスルーホールを形成した後の、ＯＬＥＤディスプレイパネルの第１
のサブピクセルの概略的断面図である。図３ｃは、本発明の実施形態１において第１のス
ルーホールを形成した後の、ＯＬＥＤディスプレイパネルの第２のサブピクセルの概略的
断面図である。
【００５０】
　図３ａ、図３ｂ及び図３ｃに示すように、ＣＶＤプロセスを用いてシリコンアイランド
及び覆われていないバッファ層１０１上にゲート絶縁層１２０を形成し、第３のフォトリ
ソグラフィプロセスを行って、ゲート絶縁層１２０に第１のスルーホール１２０ａ－１、
１２０ａ－２を開口する。第１のスルーホール１２０ａ－１は、シリコンアイランドの第
１のセグメント１１１－１の一端に位置し、後に形成される第１のスイッチトランジスタ
Ｔ１１のドレインＤ１１と第１の蓄積コンデンサＣ１の下側プレートＣ１－１とを接続す
るために使用される。第１のスルーホール１２０ａ－２は、シリコンアイランドの第３の
セグメント１１２－１の一端に位置し、後に形成される第２のスイッチトランジスタＴ２
１のドレインＤ２１と第２の蓄積コンデンサＣ２の下側プレートＣ２－１とを接続するた
めに使用される。この実施形態では、ゲート絶縁層１２０の材料は、例えば、酸化物、窒
化物又は酸窒化物である。本発明は、これに限定されず、他の絶縁材料を用いてゲート絶
縁層１２０を堆積してもよいことは明らかである。
【００５１】
　図４ａは、本発明の実施形態１において（第４のフォトリソグラフィプロセスで）第１
の金属層を形成した後のＯＬＥＤディスプレイパネルのピクセルグループの概略的平面図
である。図４ｂは、本発明の実施形態１において第１の金属層を形成した後のＯＬＥＤデ
ィスプレイパネルの第１のサブピクセルの概略的断面図である。図４ｃは、本発明の実施
形態１において第１の金属層を形成した後のＯＬＥＤディスプレイパネルの第２のサブピ
クセルの概略的断面図である。
【００５２】
　図４ａ、図４ｂ及び図４ｃに示すように、スパッタリング又は蒸着プロセスを用いて、
ゲート絶縁層１２０上に第１の金属層を形成する。第４のフォトリソグラフィプロセスは
、第１の金属層をパターン化するために実行され、これにより、第１のスイッチトランジ
スタＴ１１のゲートＧ１１、第１の駆動トランジスタＴ１２のゲートＧ１２、第２のスイ
ッチトランジスタＴ２１のゲートＧ２１、第２の駆動トランジスタＴ２２のゲートＧ２２
、走査ラインＳｎ、第１の蓄積コンデンサＣ１の第１の電極（すなわち、下側プレートＣ
１－１）、及び第２の蓄積コンデンサ（Ｃ２）の第１の電極（すなわち、下側プレート（
Ｃ２－１））のそれぞれが形成される。第１の金属層としては、Ｃｒ、Ｗ、Ｔｉ、Ｔａ、
Ｍｏ、Ａｌ、Ｃｕ等の金属、合金等の単層膜を用いてもよく、多層の金属膜からなる複合
膜を用いてもよい。
【００５３】
　主に図４ａに示すように、この実施形態では、第１の蓄積コンデンサＣ１の第１の電極
（すなわち、下側プレートＣ１－１）及び第２の蓄積コンデンサＣ２の第１の電極（すな
わち、下側プレートＣ２－１）は、対称的に配置される。これらは、好ましくは、矩形の
形状を有し、同じ面積を有する。図４ｂ及び図４ｃに示すように、第１のスイッチトラン
ジスタＴ１１のドレインＤ１１は、第１のスルーホール１２０ａ－１を介して第１の蓄積
コンデンサＣ１の下側プレートＣ１－１に接続され、第２のスイッチトランジスタＴ２１
のドレインＤ２１は、第１のスルーホール１２０ａ－２を介して第２の蓄積コンデンサＣ
２の下側プレートＣ２－１に接続されている。なお、（図４ａに示すように）第１の駆動
トランジスタＴ１２のゲートＧ１２と第１の蓄積コンデンサＣ１の下側プレートＣ１－１
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とは実際には一体構造を形成している。但し、第１の駆動トランジスタＴ１２及び第１の
蓄積コンデンサＣ１の構造的特徴に関する以下の説明を容易にするために、図４ｂでは、
ゲートＧ１２と下側プレートＣ１－１とが一体的に接続されていることを図示していない
。同様に、（図４ａに示すように）第２の駆動トランジスタＴ２２のゲートＧ２２と第２
の蓄積コンデンサＣ２の下側プレートＣ２－１は、実際には一体構造を形成している。し
かしながら、第２の駆動トランジスタＴ２２及び第２の蓄積コンデンサＣ２の構造的特徴
に関する以下の説明を容易にするために、図４ｃでは、ゲートＧ２２と下側プレートＣ２
－１とが一体的に接続されていることを図示していない。
【００５４】
　図５ａは、本発明の実施形態１において（第５のフォトリソグラフィプロセスで）第２
のスルーホールを形成した後のＯＬＥＤディスプレイパネルのピクセルグループの概略的
平面図である。図５ｂは、本発明の実施形態１において第２のスルーホールを形成した後
のＯＬＥＤディスプレイパネルの第１のサブピクセルの概略的断面図である。図５ｃは、
本発明の実施形態１において第２のスルーホールを形成した後のＯＬＥＤディスプレイパ
ネルの第２のサブピクセルの概略的断面図である。
【００５５】
　図５ａ、図５ｂ及び図５ｃに示すように、ＣＶＤプロセスを用いて第１の層間絶縁層１
４０を形成し、第５のフォトリソグラフィプロセスを行って、第１の層間絶縁層１４０及
びゲート絶縁層１２０に第２のスルーホール１４０ａ－１を開口する。第２のスルーホー
ル１４０ａ－１は、第１のスイッチトランジスタＴ１１のソースの位置に対応し、後に形
成される第１のデータラインＤ１と第１のスイッチトランジスタＴ１１のソースＳ１１と
を電気的に接続するために使用される。具体的には、第２のスルーホール１４０ａ－１は
、シリコンアイランドの第１のセグメント１１１－１の他端に位置し、第１のセグメント
１１１－１上の第１の層間絶縁層１４０及びゲート絶縁層１２０を貫通する。この実施形
態では、第１の層間絶縁層１４０の材料は、例えば、酸化物、窒化物、酸窒化物等である
。本発明は、これに限定されず、他の絶縁材料を用いて第１の層間絶縁層１４０を堆積し
てもよい。
【００５６】
　図６ａは、本発明の実施形態１において（第６のフォトリソグラフィプロセスで）第２
の金属層を形成した後のＯＬＥＤディスプレイパネルのピクセルグループの概略的平面図
である。図６ｂは、本発明の実施形態１において第２の金属層を形成した後のＯＬＥＤデ
ィスプレイパネルの第１のサブピクセルの概略的断面図である。図６ｃは、本発明の実施
形態１において第２の金属層を形成した後のＯＬＥＤディスプレイパネルの第２のサブピ
クセルの概略的断面図である。
【００５７】
　図６ａ、図６ｂ及び図６ｃに示すように、スパッタリング又は蒸着プロセスを用いて、
第１の層間絶縁層１４０上に第２の金属層を形成する。第６のフォトリソグラフィプロセ
スにより、第２の金属層をパターン化し、第１のデータラインＤ１、第１のスイッチトラ
ンジスタＴ１１のソースＳ１１、及び第２の蓄積コンデンサＣ２の第２の電極（すなわち
、上側プレートＣ２－２）のそれぞれを形成する。第２の金属層としては、Ｃｒ、Ｗ、Ｔ
ｉ、Ｔａ、Ｍｏ、Ａｌ、Ｃｕ等の金属又は合金の単層膜を用いてもよく、多層の金属膜か
らなる複合膜を用いてもよい。主に図６ａに示すように、この実施形態では、第１のデー
タラインＤ１は、第２の蓄積コンデンサＣ２の上側プレートＣ２－２と平行である。第１
のデータラインＤ１と第１のスイッチトランジスタＴ１１のソースＳ１１は、一体構造を
形成している。第２の蓄積コンデンサＣ２の上側プレートＣ２－２は、矩形の形状を有し
、第２の蓄積コンデンサＣ２の下側プレートＣ２－１の真上に位置している。そして、第
２の蓄積コンデンサＣ２を形成し、これは、下側プレートＣ２－１と、上側プレートＣ２
－２と、これらの間に形成された第１の層間絶縁層１４０とを含む。
【００５８】
　図７ａは、本発明の実施形態１において（第７のフォトリソグラフィプロセスで）第３
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のスルーホールを形成した後のＯＬＥＤディスプレイパネルのピクセルグループの概略的
平面図である。図７ｂは、本発明の実施形態１において第３のスルーホールを形成した後
のＯＬＥＤディスプレイパネルの第１のサブピクセルの概略的断面図である。図７ｃは、
本発明の実施形態１において第３のスルーホールを形成した後のＯＬＥＤディスプレイパ
ネルの第２のサブピクセルの概略的断面図である。
【００５９】
　図７ａ、図７ｂ及び図７ｃに示すように、ＣＶＤプロセスを用いて第２の層間絶縁層１
６０を形成し、第７のフォトリソグラフィプロセスを行って、第２の層間絶縁層１６０、
第１の層間絶縁層１４０及びゲート絶縁層１２０に第３のスルーホール１６０ａ－２を開
口する。第３のスルーホール１６０ａ－２は、第２のスイッチトランジスタＴ２１のソー
スの位置に対応し、後に形成される第２のデータラインＤ２と第２のスイッチトランジス
タＴ２１のソースＳ２１とを電気的に接続するために使用される。具体的には、第３のス
ルーホール１６０ａ－２は、シリコンアイランドの第３のセグメント１１２－１の他端に
位置し、シリコンアイランドの第３のセグメント１１２－１上にある第２の層間絶縁層１
６０、第１の層間絶縁層１４０及びゲート絶縁層１２０を貫通する。この実施形態では、
第２の層間絶縁層１６０の材料は、例えば、酸化物、窒化物又は酸窒化物である。本発明
は、これに限定されず、他の絶縁材料を用いて第２の層間絶縁層１６０を堆積してもよい
。
【００６０】
　好ましいソリューションでは、第１の蓄積コンデンサＣ１と第２の蓄積コンデンサＣ２
とを同じ容量値にするために、第３のスルーホール１６０ａ－２を形成した後に第８のフ
ォトリソグラフィプロセスを行い、第２の層間絶縁層１６０に、第１の蓄積コンデンサＣ
１の下側プレートＣ１－１と正確に対向する開口部１６０ｂを形成する。すなわち、第１
の蓄積コンデンサＣ１の下側プレートＣ１－１上の第２の層間絶縁層１６０を除去し、第
１の蓄積コンデンサＣ１と第２の蓄積コンデンサＣ２の誘電体層を同じ厚さにする。すな
わち、第１の蓄積コンデンサＣ１と第２の蓄積コンデンサＣ２は、共に第１の層間絶縁層
１４０を誘電体層として使用する。なお、本発明は、第３のスルーホール１６０ａ－２及
び開口部１６０ｂの形成順序を限定するものではない。本発明の他の実施形態では、第３
のスルーホール１６０ａ－２を形成する前に開口部１６０ｂを形成してもよい。また、開
口部１６０ｂの形成を省略してもよい。第１の蓄積コンデンサＣ１と第２の蓄積コンデン
サＣ２との容量値を等しくするために、第１の蓄積コンデンサのプレートの面積を増大さ
せる等の他の手法を用いてもよい。
【００６１】
　図８ａは、本発明の実施形態１において（第９のフォトリソグラフィプロセスで）第３
の金属層を形成した後のＯＬＥＤディスプレイパネルのピクセルグループの概略的平面図
である。図８ｂは、本発明の実施形態１において第３の金属層を形成した後のＯＬＥＤデ
ィスプレイパネルの第１のサブピクセルの概略的断面図である。図８ｃは、本発明の実施
形態１において第３の金属層を形成した後のＯＬＥＤディスプレイパネルの第２のサブピ
クセルの概略的断面図である。
【００６２】
　図８ａ、図８ｂ及び図８ｃに示すように、スパッタリング又は蒸着プロセスを用いて、
第２の層間絶縁層１６０上に第３の金属層を形成する。第９のフォトリソグラフィプロセ
スにより、第３の金属層をパターン化し、第２のデータラインＤ２、第２のスイッチトラ
ンジスタＴ２１のソースＳ２１、及び第１の蓄積コンデンサＣ１の第２の電極（すなわち
、上側プレートＣ１－２）のそれぞれを形成する。この実施形態では、第１の蓄積コンデ
ンサＣ１の第１のデータラインＤ１と上側プレートＣ１－２は、同じ層に位置せず（すな
わち、これらは異なる構造層に配置され）、第２のデータラインＤ２と第２の蓄積コンデ
ンサＣ２の上側プレートＣ２－２は、同じ層に位置せず（すなわち、これらは異なる構造
層に配置され）、これにより、同層内距離（ここでは、同じ層上にあるデータラインと蓄
積コンデンサの上側プレートとの間の距離を指す）が縮小される。これにより、ピクセル
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面積が縮小され、ＯＬＥＤディスプレイパネルのＰＰＩが改善され、ＯＬＥＤディスプレ
イパネルの解像度が向上する。第３の金属層としては、Ｃｒ、Ｗ、Ｔｉ、Ｔａ、Ｍｏ、Ａ
ｌ、Ｃｕ等の金属又は合金の単層膜を用いてもよく、多層の金属膜からなる複合膜を用い
てもよい。主に図８ａに示すように、第１の蓄積コンデンサＣ１の第２の電極（すなわち
上側プレートＣ１－２）と、第２の蓄積コンデンサＣ２の第２の電極（すなわち上側プレ
ートＣ２－２）とは、対称的に配置される。これらは、好ましくは、矩形の形状を有する
。主に図８ｂ及び図８ｃに示すように、第２のデータラインＤ２は、第１の蓄積コンデン
サＣ１の上側プレートＣ１－２と平行である。第２のデータラインＤ２と第２のスイッチ
トランジスタＴ２１のソースＳ２１とは実際には一体構造を形成し、第１の蓄積コンデン
サＣ１の上側プレートＣ１－２は、第１の蓄積コンデンサＣ１の下側プレートＣ１－１の
真上に位置する。また、第１の蓄積コンデンサＣ１の下側プレートＣ１－１と第２の蓄積
コンデンサＣ２の下側プレートＣ２－１とは同じ面積を有し、第１の蓄積コンデンサＣ１
の上側プレートＣ１－２と第２の蓄積コンデンサＣ２の上側プレートＣ２－２とは同じ面
積を有する。
【００６３】
　図９ａは、本発明の実施形態１において（第１０のフォトリソグラフィプロセスで）第
４のスルーホールを形成した後のＯＬＥＤディスプレイパネルのピクセルグループの概略
的平面図である。図９ｂは、本発明の実施形態１において第４のスルーホールを形成した
後のＯＬＥＤディスプレイパネルの第１のサブピクセルの概略的断面図である。図９ｃは
、本発明の実施形態１において第４のスルーホールを形成した後のＯＬＥＤディスプレイ
パネルの第２のサブピクセルの概略的断面図である。
【００６４】
　図９ａ、図９ｂ及び図９ｃに示すように、ＣＶＤプロセスを用いて第３の層間絶縁層１
８０を形成し、第９のフォトリソグラフィプロセスを行って、第３の層間絶縁層１８０に
第４のスルーホール１８０ａ、１８０ａ－１、１８０ａ－２、１８０ａ－３、１８０ａ－
４を開口する。第４のスルーホールは、第１の駆動トランジスタＴ１２のソース及びドレ
イン、第２の駆動トランジスタＴ２２のソース及びドレイン、電源ラインＶＤＤ、第１の
蓄積コンデンサＣ１の上側プレートＣ１－２、並びに第２の蓄積コンデンサＣ２の上側プ
レートＣ２－２を電気的に接続するために使用される。
【００６５】
　具体的には、第４のスルーホール第１８０ａは、第１の駆動トランジスタＴ１２のソー
スと第２の駆動トランジスタＴ２２のソースの位置に対応し、シリコンアイランドの第５
のセグメント１１３（すなわち、アクティブ層１１３）の上方に位置するゲート絶縁層１
２０、第１の層間絶縁層１４０、第２の層間絶縁層１６０、及び第３の層間絶縁層１８０
を貫通する。第４のスルーホール第１８０ａ－１は、第１の駆動トランジスタＴ１２のド
レインの位置に対応し、シリコンアイランドの第２のセグメント１１１－２（すなわち、
アクティブ層１１１－２）の上方に位置するゲート絶縁層１２０、第１の層間絶縁層１４
０、第２の層間絶縁層１６０、及び第３の層間絶縁層１８０を貫通する。第４のスルーホ
ール第１８０ａ－２は、第２の駆動トランジスタＴ２２のドレインの位置に対応し、シリ
コンアイランドの第４のセグメント１１２－２（すなわち、アクティブ層１１２－２）の
上方に位置するゲート絶縁層１２０、第１の層間絶縁層１４０、第２の層間絶縁層１６０
、及び第３の層間絶縁層１８０を貫通する。第４のスルーホール１８０ａ－３は、第１の
蓄積コンデンサＣ１の上方に位置し、第１の蓄積コンデンサＣ１の上側プレートＣ１－２
の上方にある第３の層間絶縁層１８０を貫通する。第４のスルーホール１８０ａ－４は、
第２の蓄積コンデンサＣ２の上方に位置し、第２の蓄積コンデンサＣ２の上側プレートＣ
２－２の上方にある第２の層間絶縁層１６０及び第３の層間絶縁層１８０を貫通する。こ
の実施形態では、第３の層間絶縁層１８０の材料は、例えば、酸化物、窒化物又は酸窒化
物である。本発明は、これに限定されず、他の絶縁材料を用いて第３の層間絶縁層１８０
を堆積してもよい。
【００６６】
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　図１０ａは、本発明の実施形態１において第４の金属層を形成した後のＯＬＥＤディス
プレイパネルのピクセルグループの概略的平面図である。図１０ｂは、本発明の実施形態
１において第４の金属層を形成した後のＯＬＥＤディスプレイパネルの第１のサブピクセ
ルの概略的断面図である。図１０ｃは、本発明の実施形態１において第４の金属層を形成
した後のＯＬＥＤディスプレイパネルの第２のサブピクセルの概略的断面図である。
【００６７】
　図１０ａ、図１０ｂ及び図１０ｃに示すように、スパッタリング又は蒸着プロセスを用
いて、第３の層間絶縁層１８０上に第４の金属層を形成する。第１１のフォトリソグラフ
ィプロセスにより、第４の金属層をパターン化し、第１の駆動トランジスタＴ１２のソー
スＳ１２及びドレインＤ１２、第２の駆動トランジスタＴ２２のソースＳ２２及びドレイ
ンＤ２２、及び電源ラインＶＤＤのそれぞれを形成する。第４の金属層としては、Ｃｒ、
Ｗ、Ｔｉ、Ｔａ、Ｍｏ、Ａｌ、Ｃｕ等の金属又は合金の単層膜を用いてもよく、多層の金
属膜からなる複合膜を用いてもよい。主に図１０ａに示すように、第４の金属層は、第１
の蓄積コンデンサＣ１及び第２の蓄積コンデンサＣ２の上方に位置する。電源ラインＶＤ
Ｄ、第１の駆動トランジスタＴ１２のソースＳ１２及び第２の駆動トランジスタＴ２２の
ソースＳ２２は、実際には一体構造を形成している。具体的には、第１の駆動トランジス
タＴ１２と第２の駆動トランジスタＴ２２とは、ソースを共有している。第１の駆動トラ
ンジスタＴ１２のドレインＤ１２及び第２の駆動トランジスタＴ２２のドレインＤ２２は
、電源ラインＶＤＤに関して鏡面対称に配置されている。同様に、第１の蓄積コンデンサ
Ｃ１及び第２の蓄積コンデンサＣ２は、電源ラインＶＤＤに関して鏡面対称に配置されて
いる。
【００６８】
　図１１ａは、本発明の実施形態１においてコンタクトホールを形成した後のＯＬＥＤデ
ィスプレイパネルのピクセルグループの概略的平面図である。図１１ｂは、本発明の実施
形態１においてコンタクトホールを形成した後のＯＬＥＤディスプレイパネルの第１のサ
ブピクセルの概略的断面図である。図１１ｃは、本発明の実施形態１においてコンタクト
ホールを形成した後のＯＬＥＤディスプレイパネルの第２のサブピクセルの概略的断面図
である。
【００６９】
　図１１ａ、図１１ｂ及び図１１ｃに示すように、ＣＶＤプロセスを用いて、電源ライン
ＶＤＤ、及び電源ラインＶＤＤによって覆われていない第３の層間絶縁層１８０上にパッ
シベーション絶縁層２００を形成し、第１２のフォトリソグラフィプロセスを行って、パ
ッシベーション絶縁層２００にコンタクトホール２００ａ－１、２００ａ－２を形成する
。コンタクトホール２００ａ－１、２００ａ－２は、第１の駆動トランジスタＴ１２及び
第２の駆動トランジスタＴ２２のドレインの位置に対応する。具体的には、コンタクトホ
ールは、第１の駆動トランジスタＴ１２及び第２の駆動トランジスタＴ２２のドレイン上
のパッシベーション絶縁層２００を貫通する。この実施形態では、パッシベーション絶縁
層２００の材料は、例えば、酸化物、窒化物又は酸窒化物である。本発明は、これに限定
されず、他の絶縁材料を用いてパッシベーション絶縁層２００を堆積してもよい。
【００７０】
　そして、図１２ａ、図１２ｂ及び図１２ｃに示すように、スパッタリング又は蒸着プロ
セスを用いて、パッシベーション絶縁層２００上に電極層を形成する。第１３のフォトリ
ソグラフィプロセスを行って、電極層をパターン化し、第１のＯＬＥＤのアノード２２１
及び第２のＯＬＥＤのアノード２２２を形成する。第１のＯＬＥＤのアノード２２１は、
コンタクトホール２００ａ－１を介して第１の駆動トランジスタＴ１２のドレインＤ１２
に電気的に接続されている。第２のＯＬＥＤのアノード２２２は、コンタクトホール２０
０ａ－２を介して第２の駆動トランジスタＴ２２のドレインＤ２２に電気的に接続されて
いる。電極層は、インジウム錫酸化物、酸化亜鉛、インジウム亜鉛酸化物、銀、金、アル
ミニウム等の材料の１つ以上を使用することによって形成してもよい。
【００７１】
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　図１２ｂに示すように、第１の駆動トランジスタＴ１２のソースＳ１２は、第４のスル
ーホール１８０ａを介して第１の駆動トランジスタＴ１２のアクティブ層１１２－１に電
気的に接続されている。更に、第１の駆動トランジスタＴ１２のソースＳ１２は、第４の
スルーホール１８０ａ－３を介して、電源ラインＶＤＤ及び第１の蓄積コンデンサＣ１の
第２の電極（すなわち上側プレートＣ１－２）に電気的に接続されている。
【００７２】
　図１２ｃに示すように、第２の駆動トランジスタＴ２２のソースＳ２２は、第４のスル
ーホール１８０ａを介して、第２の駆動トランジスタＴ２２のアクティブ層１１２－２に
電気的に接続されている。また、第２の駆動トランジスタＴ２２のソースＳ２２は、第４
のスルーホール１８０ａ－４を介して、電源ラインＶＤＤ、及び第２の蓄積コンデンサＣ
２の第２の電極（すなわち、上側プレートＣ２－２）に電気的に接続されている。
【００７３】
　また、第１のＯＬＥＤのアノード２２１と第２のＯＬＥＤのアノード２２２を形成した
後、従来のプロセスを用いてピクセル限定層（pixel restriction layer）を更に形成し
てもよい。また、引き続き従来のプロセスを用いて、発光層及びカソードを形成し、ＯＬ
ＥＤデバイスの製造を完了してもよい。これらのプロセスの詳細については省略する。
【００７４】
　要約すれば、この実施形態のＯＬＥＤディスプレイパネルでは、２つのサブピクセルが
グループを形成し、電源ラインＶＤＤに関して鏡面対称に配置されている。同じピクセル
グループ内の２つのサブピクセルにそれぞれ接続されたデータラインは、異なる構造層上
に配置されている。したがって、ピクセル面積を縮小することなく、同じ層上の隣接する
データライン間の距離を２倍にでき、異なる層間の隣接するデータラインは、層間絶縁層
によって分離されるため、データライン間の短絡の発生確率を効果的に低減できる。更に
、使用時のデータライン間のクロストークも大幅に低減され、製品歩留まりが向上するの
みではなく、製品の画質が改善される。更に、同じピクセルグループ内の２つのサブピク
セルに対応して接続されたデータラインは、異なる構造層に配置されるため、既存の装置
及び／又はプロセス条件に基づいてピクセル面積を縮小でき、ＯＬＥＤディスプレイパネ
ルのＰＰＩを改善し、ＯＬＥＤディスプレイパネルの解像度を向上させることができる。
また、第１のデータラインＤ１と第１の蓄積コンデンサＣ１の上側プレートＣ１－２とは
異なる層に位置し、第２のデータラインＤ２と第２の蓄積コンデンサＣ２の上側プレート
Ｃ２－２とは異なる層に位置する。例えば、第１のデータライン（Ｄ１）と第２の蓄積コ
ンデンサ（Ｃ２）の上側プレート（Ｃ２－２）が共に形成され、第２のデータラインＤ２
と第１の蓄積コンデンサＣ１の上側プレートＣ１－２が共に形成される。このため、同じ
層のデータラインと蓄積コンデンサの上側プレートとの距離を短くでき、ピクセル領域を
更に縮小でき、ＯＬＥＤディスプレイパネルのＰＰＩを改善し、ＯＬＥＤディスプレイパ
ネルの解像度を向上させることができる。
【００７５】
　実施形態２
　この実施形態では、第１の蓄積コンデンサＣ１の上側プレートＣ１－２と第２の蓄積コ
ンデンサＣ２の上側プレートＣ２－２とを一回のプロセスによって一体構造として形成す
る。
【００７６】
　図１９ａ、図２０ａ及び図２１ａに示すように、第１のデータラインＤ１、第２のデー
タラインＤ２及び電源ラインＶＤＤは、互いに平行である。走査ラインＳｎは、電源ライ
ンＶＤＤに対して垂直である。また、第１のデータラインＤ１及び第２のデータラインＤ
２は、電源ラインＶＤＤに関して鏡面対称に配置されている。また、第１の蓄積コンデン
サＣ１と第２の蓄積コンデンサＣ２とは、電源ラインＶＤＤに関して鏡面対称に配置され
ており、第１のスイッチトランジスタＴ１１及び第２のスイッチトランジスタＴ２１は、
電源ラインＶＤＤに関して鏡面対称に配置さており、第１の駆動トランジスタＴ１２及び
第２の駆動トランジスタＴ２２は、電源ラインＶＤＤに関して鏡面対称に配置されている
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。
【００７７】
　具体的には、この実施形態では、第１の蓄積コンデンサＣ１の上側プレートＣ１－２と
第２の蓄積コンデンサＣ２の上側プレートＣ２－２とは、一体構造を形成し、共に矩形の
形状を有する。第１の蓄積コンデンサＣ１の下側プレートＣ１－１と第２の蓄積コンデン
サＣ２の下側プレートＣ２－１も矩形の形状を有する。
【００７８】
　以下、本発明の実施形態１に基づくＴＦＴ－ＬＣＤアレイ基板の製造プロセスの平面図
及び概略的断面図を参照して、この実施形態の技術的解決策を更に説明する。
【００７９】
　図１３ａは、本発明の実施形態２においてシリコンアイランドを形成した後のＯＬＥＤ
ディスプレイパネルのピクセルグループの概略的平面図である。図１３ｂは、本発明の実
施形態２においてシリコンアイランドを形成した後のＯＬＥＤディスプレイパネルの第１
のサブピクセルの概略的断面図である。図１３ｃは、本発明の実施形態２においてシリコ
ンアイランドを形成した後のＯＬＥＤディスプレイパネルの第２のサブピクセルの概略的
断面図である。
【００８０】
　図１３ａ、図１３ｂ及び図１３ｃに示すように、まず、基板１００を準備する。次に、
基板１００上にシリコンアイランドを形成する。シリコンアイランドは、第１のスイッチ
トランジスタＴ１１、第１の駆動トランジスタＴ１２、第２のスイッチトランジスタＴ２
１、及び第２の駆動トランジスタＴ２２のアクティブ層として用いられる。この実施形態
では、基板１００上にシリコンアイランドを形成する前に、基板１００上にバッファ層１
０１を形成する。好ましくは、基板１００上にシリコンアイランドを形成した後、第２の
フォトリソグラフィプロセスを実行し、シリコンアイランドの所定の領域にイオン注入を
行う。
【００８１】
　図１４ａは、本発明の実施形態２において第１のスルーホールを形成した後のＯＬＥＤ
ディスプレイパネルのピクセルグループの概略的平面図である。図１４ｂは、本発明の実
施形態２において第１のスルーホールを形成した後のＯＬＥＤディスプレイパネルの第１
のサブピクセルの概略的断面図である。図１４ｃは、本発明の実施形態２において第１の
スルーホールを形成した後のＯＬＥＤディスプレイパネルの第２のサブピクセルの概略的
断面図である。
【００８２】
　図１４ａ、図１４ｂ及び図１４ｃに示すように、ＣＶＤプロセスを用いてシリコンアイ
ランド及び被覆されていないバッファ層１０１上にゲート絶縁層１２０を形成し、第３の
フォトリソグラフィプロセスを行って、ゲート絶縁層１２０に第１のスルーホール１２０
ａ－１、１２０ａ－２を開口する。
【００８３】
　図１５ａは、本発明の実施形態２において第１の金属層を形成した後のＯＬＥＤディス
プレイパネルのピクセルグループの概略的平面図である。図１５ｂは、本発明の実施形態
２において第１の金属層を形成した後のＯＬＥＤディスプレイパネルの第１のサブピクセ
ルの概略的断面図である。図１５ｃは、本発明の実施形態２において第１の金属層を形成
した後のＯＬＥＤディスプレイパネルの第２のサブピクセルの概略的断面図である。
【００８４】
　図１５ａ、図１５ｂ及び図１５ｃに示すように、スパッタリング又は蒸着プロセスを用
いて、ゲート絶縁層１２０上に第１の金属層を形成する。第４のフォトリソグラフィプロ
セスによって第１の金属層をパターン化し、第１のスイッチトランジスタＴ１１のゲート
Ｇ１１、第１の駆動トランジスタＴ１２のゲートＧ１２、第２のスイッチトランジスタＴ
２１のゲートＧ２１、第２の駆動トランジスタＴ２２のゲートＧ２２、走査ラインＳｎ、
第１の蓄積コンデンサＣ１の第１の電極（すなわち、下側プレートＣ１－１）、及び第２
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の蓄積コンデンサＣ２の第１の電極（すなわち、下側プレートＣ２－１）のそれぞれを形
成する。
【００８５】
　図１６ａは、本発明の実施形態２において第２のスルーホールを形成した後のＯＬＥＤ
ディスプレイパネルのピクセルグループの概略的平面図である。図１６ｂは、本発明の実
施形態２において第２のスルーホールを形成した後のＯＬＥＤディスプレイパネルの第１
のサブピクセルの概略的断面図である。図１６ｃは、本発明の実施形態２において第２の
スルーホールを形成した後のＯＬＥＤディスプレイパネルの第２のサブピクセルの概略的
断面図である。
【００８６】
　図１６ａ、図１６ｂ及び図１６ｃに示すように、ＣＶＤプロセスを用いて第１の層間絶
縁層１４０を形成し、第５のフォトリソグラフィプロセスを行って第１の層間絶縁層１４
０及びゲート絶縁層１２０に第２のスルーホール１４０ａ－１を開口する。第２のスルー
ホール１４０ａ－１は、第１のスイッチトランジスタＴ１１のソースの位置に対応し、後
に形成される第１のデータラインＤ１と第１のスイッチトランジスタＴ１１のソースＳ１
１とを電気的に接続するために使用される。
【００８７】
　図１７ａは、本発明の実施形態２において第２の金属層を形成した後のＯＬＥＤディス
プレイパネルのピクセルグループの概略的平面図である。図１７ｂは、本発明の実施形態
２において第２の金属層を形成した後のＯＬＥＤディスプレイパネルの第１のサブピクセ
ルの概略的断面図である。図１７ｃは、本発明の実施形態２において第２の金属層を形成
した後のＯＬＥＤディスプレイパネルの第２のサブピクセルの概略的断面図である。
【００８８】
　図１７ａ、図１７ｂ及び図１７ｃに示すように、スパッタリング又は蒸着プロセスを用
いて、第１の層間絶縁層１４０上に第２の金属層を形成する。第６のフォトリソグラフィ
プロセスによって第２の金属層をパターン化し、第１のデータラインＤ１、第１のスイッ
チトランジスタＴ１１のソースＳ１１、第１の蓄積コンデンサＣ１の第２の電極（すなわ
ち、上側プレートＣ１－２）、及び第２の蓄積コンデンサＣ２の第２の電極（すなわち、
上側プレートＣ２－２）のそれぞれを形成する。
【００８９】
　主に図１７ａに示すように、この実施形態と実施形態１との相違点は、第１の蓄積コン
デンサＣ１の上側プレートＣ１－２と第２の蓄積コンデンサＣ２の上側プレートＣ２－２
とが一回のプロセスによって一体構造として形成される点である。第１の蓄積コンデンサ
Ｃ１と第２の蓄積コンデンサＣ２の上側プレートが同時に形成されるため、第１の蓄積コ
ンデンサＣ１と第２の蓄積コンデンサＣ２との容量値を等しくするために追加の開口を形
成する必要がない。したがって、この解決策は、実施形態１の場合と比較して、処理が簡
単で低コストである。
【００９０】
　図１８ａは、本発明の実施形態２において第３のスルーホールを形成した後のＯＬＥＤ
ディスプレイパネルのピクセルグループの概略的平面図である。図１８ｂは、本発明の実
施形態２において第３のスルーホールを形成した後のＯＬＥＤディスプレイパネルの第１
のサブピクセルの概略的断面図である。図１８ｃは、本発明の実施形態２において第３の
スルーホールを形成した後のＯＬＥＤディスプレイパネルの第２のサブピクセルの概略的
断面図である。
【００９１】
　図１８、図１８ｂ及び図１８ｃに示すように、ＣＶＤプロセスを用いて第２の層間絶縁
層１６０を形成し、第７のフォトリソグラフィプロセスを行って、第２の層間絶縁層１６
０、第１の層間絶縁層１４０及びゲート絶縁層１２０に第３のスルーホール１６０ａ－２
を開口する。第３のスルーホール１６０ａ－２は、第２のスイッチトランジスタＴ２１の
ソースの位置に対応し、後に形成される第２のデータラインＤ２と第２のスイッチトラン
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ジスタＴ２１のソースＳ２１とを電気的に接続するために使用される。
【００９２】
　図１９ａは、本発明の実施形態２において第３の金属層を形成した後のＯＬＥＤディス
プレイパネルのピクセルグループの概略的平面図である。図１９ｂは、本発明の実施形態
２において第３の金属層を形成した後のＯＬＥＤディスプレイパネルの第１のサブピクセ
ルの概略的断面図である。図１９ｃは、本発明の実施形態２において第３の金属層を形成
した後のＯＬＥＤディスプレイパネルの第２のサブピクセルの概略的断面図である。
【００９３】
　図１９ａ、図１９ｂ及び図１９ｃに示すように、スパッタリング又は蒸着プロセスを用
いて、第２の層間絶縁層１６０上に第３の金属層を形成する。第８のフォトリソグラフィ
プロセスによって第３の金属層をパターン化し、第２のデータラインＤ２及び第２のスイ
ッチトランジスタＴ２１のソースＳ２１を形成する。この実施形態では、第２のデータラ
インＤ２と第２のスイッチトランジスタＴ２１のソースＳ２１は、一体構造を形成してい
る。
【００９４】
　図２０ａは、本発明の実施形態２において第４のスルーホールを形成した後のＯＬＥＤ
ディスプレイパネルのピクセルグループの概略的平面図である。図２０ｂは、本発明の実
施形態２において第４のスルーホールを形成した後のＯＬＥＤディスプレイパネルの第１
のサブピクセルの概略的断面図である。図２０ｃは、本発明の実施形態２において第４の
スルーホールを形成した後のＯＬＥＤディスプレイパネルの第２のサブピクセルの概略的
断面図である。
【００９５】
　図２０ａ、図２０ｂ及び図２０ｃに示すように、ＣＶＤプロセスを用いて第３の層間絶
縁層１８０を形成し、第８のフォトリソグラフィプロセスを行って、第３の層間絶縁層１
８０に第４のスルーホール１８０ａ、１８０ａ－１、１８０ａ－２、１８０ａ－３、１８
０ａ－４を開口する。第４のスルーホールは、第１の駆動トランジスタＴ１２のソース及
びドレイン、第２の駆動トランジスタＴ２２のソース及びドレイン、電源ラインＶＤＤ、
第１の蓄積コンデンサＣ１の上側プレートＣ１－２、並びに第２の蓄積コンデンサＣ２の
上側プレートＣ２－２を電気的に接続するために使用される。
【００９６】
　図２１ａは、本発明の実施形態２において第４の金属層を形成した後のＯＬＥＤディス
プレイパネルのピクセルグループの概略的平面図である。図２１ｂは、本発明の実施形態
２において第４の金属層を形成した後のＯＬＥＤディスプレイパネルの第１のサブピクセ
ルの概略的断面図である。図２１ｃは、本発明の実施形態２において第４の金属層を形成
した後のＯＬＥＤディスプレイパネルの第２のサブピクセルの概略的断面図である。
【００９７】
　図２１ａ、図２１ｂ及び図２１ｃに示すように、スパッタリング又は蒸着プロセスを用
いて第３の層間絶縁層１８０上に第４の金属層を形成する。第１０のフォトリソグラフィ
プロセスによって第４の金属層をパターン化し、第１の駆動トランジスタＴ１２のソース
Ｓ１２及びドレインＤ１２、第２の駆動トランジスタＴ２２のソースＳ２２及びドレイン
Ｄ２２、並びに電源ラインＶＤＤを形成する。
【００９８】
　図２２ａは、本発明の実施形態２においてコンタクトホールを形成した後のＯＬＥＤデ
ィスプレイパネルのピクセルグループの概略的平面図である。図２２ｂは、本発明の実施
形態２においてコンタクトホールを形成した後のＯＬＥＤディスプレイパネルの第１のサ
ブピクセルの概略的断面図である。図２２ｃは、本発明の実施形態２においてコンタクト
ホールを形成した後のＯＬＥＤディスプレイパネルの第２のサブピクセルの概略的断面図
である。
【００９９】
　図２２ａ、図２２ｂ及び図２２ｃに示すように、電源ラインＶＤＤ、及び電源ラインＶ
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ＤＤによって覆われていない第３の層間絶縁層１８０上にＣＶＤプロセスを用いてパッシ
ベーション絶縁層２００を形成し、第１１のフォトリソグラフィプロセスによってパッシ
ベーション絶縁層２００にコンタクトホール２００ａを形成する。コンタクトホール２０
０ａは、第１の駆動トランジスタＴ１２及び第２の駆動トランジスタＴ２２のドレインの
位置に対応する。具体的には、コンタクトホールは、第１の駆動トランジスタＴ１２及び
第２の駆動トランジスタＴ２２のドレイン上のパッシベーション絶縁層２００を貫通する
。
【０１００】
　図２３ａは、本発明の実施形態２において、アノードを形成した後のＯＬＥＤディスプ
レイパネルのピクセルグループの概略的平面図である。図２３ｂは、本発明の実施形態２
において、アノードを形成した後のＯＬＥＤディスプレイパネルの第１のサブピクセルの
概略的断面図である。図２３ｃは、本発明の実施形態２においてアノードを形成した後の
ＯＬＥＤディスプレイパネルの第２のサブピクセルの概略的断面図である。
【０１０１】
　図２３ａ、図２３ｂ及び図２３ｃに示すように、スパッタリング又は蒸着プロセスを用
いて、パッシベーション絶縁層２００上に電極層を形成する。第１２のフォトリソグラフ
ィプロセスにより電極層をパターン化し、第１のＯＬＥＤのアノード２２１及び第２のＯ
ＬＥＤのアノード２２２を形成する。第１のＯＬＥＤのアノード２２１は、コンタクトホ
ール２００ａを介して第１の駆動トランジスタＴ１２のドレインＤ１２に電気的に接続さ
れている。第２のＯＬＥＤのアノード２２２は、コンタクトホール２００ａを介して第２
の駆動トランジスタＴ２２のドレインＤ２２に電気的に接続されている。
【０１０２】
　また、第１のＯＬＥＤのアノード２２１と第２のＯＬＥＤのアノード２２２を形成した
後、従来のプロセスを用いてピクセル限定層（pixel restriction layer）を更に形成し
てもよい。また、引き続き従来のプロセスを用いて、発光層及びカソードを形成し、ＯＬ
ＥＤデバイスの製造を完了してもよい。これらのプロセスの詳細については省略する。
【０１０３】
　要約すれば、実施形態２のＯＬＥＤディスプレイパネルでは、２つのサブピクセルがグ
ループを形成し、電源ラインＶＤＤに関して鏡面対称に配置されている。同じピクセルグ
ループ内の２つのサブピクセルにそれぞれ接続されたデータラインは、異なる構造層上に
配置されている。ピクセル面積を縮小することなく、したがって、隣接するデータライン
間の同層内距離が２倍になり、異なる層間の隣接するデータラインが層間絶縁層によって
分離され、データライン間の短絡の発生確率を効果的に低減できる。更に、使用時のデー
タライン間のクロストークも大幅に低減され、製品歩留まりが向上するのみではなく、製
品の画質が改善される。更に、同じピクセルグループ内の２つのサブピクセルに対応して
接続されたデータラインは、異なる構造層に配置されるため、既存の装置及び／又はプロ
セス条件に基づいてピクセル面積を縮小でき、ＯＬＥＤディスプレイパネルのＰＰＩを改
善し、ＯＬＥＤディスプレイパネルの解像度を向上させることができる。また、第１の蓄
積コンデンサＣ１の上側プレートＣ１－２と第２の蓄積コンデンサＣ２の上側プレートＣ
２－２とが一回のプロセスで同時に形成されるため、製造プロセスが単純化され、コスト
が削減される。
【０１０４】
　なお、本明細書の実施形態を段階的に説明し、各実施形態では、他の実施形態と異なる
部分を強調しているが、実施形態の同一又は類似の部分は、これらの説明を相互に参照す
ることによって理解できる。なお、実施形態に開示されている構造は、実施形態に開示さ
れている方法に対応し、したがって、簡潔に説明しており、関連する部分については、方
法の実施形態における部分の説明を参照することで作製できる。
【０１０５】
　以上は、単に本発明の好ましい実施形態を説明するものであり、本発明を限定するもの
ではない。開示された内容に従って当業者が行う任意の置換及び改変は、全て本発明の請
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【符号の説明】
【０１０６】
　Ｔ１１：第１のスイッチトランジスタ、Ｇ１１：第１のスイッチトランジスタのゲート
、Ｓ１１：第１のスイッチトランジスタのソース、Ｄ１１：第１のスイッチトランジスタ
のドレイン
　Ｔ１２：第１の駆動トランジスタ、Ｇ１２：第１の駆動トランジスタのゲート、Ｓ１２
：第１の駆動トランジスタのソース、Ｄ１２：第１の駆動トランジスタのドレイン
　Ｔ２１：第２のスイッチトランジスタ、Ｇ２１：第２のスイッチトランジスタのゲート
、Ｓ２１：第２のスイッチトランジスタのソース、Ｄ２１：第２のスイッチトランジスタ
のドレイン
　Ｔ２２：第２の駆動トランジスタ、Ｇ２２：第２の駆動トランジスタのゲート、Ｓ２２
：第２の駆動トランジスタのソース、Ｄ２２：第２の駆動トランジスタのドレイン
　Ｃ１：第１の蓄積コンデンサ、Ｃ１－１：第１の蓄積コンデンサの下側プレート、Ｃ１
－２：第１の蓄積コンデンサの上側プレート
　Ｃ２：第２の蓄積コンデンサ、Ｃ２－１：第２の蓄積コンデンサの下側プレート、Ｃ２
－２：第２の蓄積コンデンサの上側プレート
　Ｄ１：第１のデータライン、Ｄ２：第２のデータライン、Ｓｎ：走査ライン、ＶＤＤ：
電源ライン
　１００：基材、１０１：バッファ層。
【０１０７】
　１１１－１：シリコンアイランドの第１のセグメント、１１１－２：シリコンアイラン
ドの第２のセグメント、１１２－１：シリコンアイランドの第３のセグメント、１１２－
２：シリコンアイランドの第４のセグメント、１１３：シリコンアイランドの第５のセグ
メント、１１４：シリコンアイランドの第６のセグメント
　１２０：ゲート絶縁層、１２０ａ－１、１２０ａ－２：第１のスルーホール、
　１４０：第１の層間絶縁層、１４０ａ－１：第２のスルーホール
　１６０：第２の層間絶縁層、１６０ａ－２：第３のスルーホール、１６０ｂ：開口部
　１８０：第３の層間絶縁層、１８０ａ、１８０ａ－１、１８０ａ－２、１８０ａ－３、
１８０ａ－４：第４のスルーホール
　２００：パッシベーション絶縁層、２００ａ－１、２００ａ－２：コンタクトホール
　２２１：第１のＯＬＥＤのアノード、２２２：第２のＯＬＥＤのアノード
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【手続補正書】
【提出日】平成30年6月25日(2018.6.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に形成された複数の走査ライン、データライン及び電源ラインを備え、前記走査
ライン及び前記データラインは、マトリクス状に配置された複数のピクセルグループを画
定し、各ピクセルグループは、２つのサブピクセルを有し、同じピクセルグループ内の２
つのサブピクセルは、同じ電源ラインに接続され、前記電源ラインに関して鏡面対称に配
置され、前記同じピクセルグループ内の２つのサブピクセルに接続された前記データライ
ンは、異なる構造層上に配置されているＯＬＥＤディスプレイパネルことを特徴とするＯ
ＬＥＤディスプレイパネル。
【請求項２】
　前記同じピクセルグループ内の２つのサブピクセルは、第１のサブピクセル及び第２の
サブピクセルを含み、前記第１のサブピクセルが、第１の蓄積コンデンサを含み、前記第
２のサブピクセルが、第２の蓄積コンデンサを含み、前記第１の蓄積コンデンサの上側プ
レートと前記第２の蓄積コンデンサの上側プレートとは、異なる構造層上に、或いは同じ
構造層上に配置されていることを特徴とする請求項1に記載のＯＬＥＤディスプレイパネ
ル。
【請求項３】
　前記第１のサブピクセルは、第１のスイッチトランジスタ及び第１の駆動トランジスタ
を有し、前記第２のサブピクセルは、第２のスイッチトランジスタ及び第２の駆動トラン
ジスタを有し、前記第１のスイッチトランジスタのソースが、第１のデータラインに接続
され、前記第２のスイッチトランジスタのソースが、第２のデータラインに接続され、前
記第１のデータラインと前記第２のデータラインと前記電源ラインとは互いに平行であり
、前記走査ラインが、前記電源ラインと直交し、前記第１のデータライン及び前記第２の
データライン、前記第１の蓄積コンデンサ及び前記第２の蓄積コンデンサ、前記第１のス
イッチトランジスタ及び前記第２のスイッチトランジスタ、並びに前記第１の駆動トラン
ジスタ及び前記第２の駆動トランジスタは、それぞれ前記電源ラインに関して鏡面対称に
配置されていることを特徴とする請求項２に記載のＯＬＥＤディスプレイパネル。
【請求項４】
　前記基板上に形成され、前記第１のスイッチトランジスタ、前記第１の駆動トランジス
タ、前記第２のスイッチトランジスタ及び前記第２の駆動トランジスタのアクティブ層と
して機能するシリコンアイランドと、
　ゲート絶縁層及び複数の第１のスルーホールであって、前記ゲート絶縁層は、前記基板
及び前記シリコンアイランド上に形成され、前記第１のスルーホールは、前記第１のスイ
ッチトランジスタのドレインと前記第１の蓄積コンデンサの下側プレートとの間、及び前
記第２のスイッチトランジスタのドレインと前記第２の蓄積コンデンサの下側プレートと
の間の電気的接続のために使用される、ゲート絶縁層及び複数の第１のスルーホールと、
　ゲート絶縁層上に形成され、前記走査ライン、前記第１の蓄積コンデンサの下側プレー
ト、前記第２の蓄積コンデンサの下側プレート、前記第１のスイッチトランジスタのゲー
ト、前記第１の駆動トランジスタのゲート、前記第２のスイッチトランジスタのゲート、
及び前記第２の駆動トランジスタのゲートとして機能するパターン化された第１の金属層
と、
　第１の層間絶縁層及び第２のスルーホールであって、前記第１の層間絶縁層は、前記ゲ
ート絶縁層及び前記パターン化された第１の金属層上に形成され、前記第２のスルーホー
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ルは、前記第１のデータラインと前記第１のスイッチトランジスタのソースとを電気的に
接続するために使用される、第１の層間絶縁層及び第２のスルーホールと、
　前記第１の層間絶縁層上に形成され、前記第１のデータライン、前記第１のスイッチト
ランジスタのソース、及び前記第２の蓄積コンデンサの上側プレートとして機能するパタ
ーン化された第２の金属層と、
　第２の層間絶縁層及び第３のスルーホールであって、前記第２の層間絶縁層は、前記第
１の層間絶縁層及び前記パターン化された第２の金属層上に形成され、前記第３のスルー
ホールは、前記第２のデータラインと前記第２のスイッチトランジスタのソースとを電気
的に接続するために使用される、第２の層間絶縁層及び第３のスルーホールと、
　前記第２の層間絶縁層上に形成され、前記第２のデータライン、前記第２のスイッチト
ランジスタのソース、及び前記第１の蓄積コンデンサの上側プレートとして機能するパタ
ーン化された第３の金属層と、
　第３の層間絶縁層及び第４のスルーホールであって、前記第３の層間絶縁層は、前記第
２の層間絶縁層及び前記パターン化された第３の金属層上に形成され、前記第４のスルー
ホールは、前記第１の駆動トランジスタのソース及びドレイン、前記第２の駆動トランジ
スタのソース及びドレイン、前記電源ライン、前記第１の蓄積コンデンサの上側プレート
及び前記第２の蓄積コンデンサの上側プレートを電気的に接続するために使用される、第
３の層間絶縁層及び第４のスルーホールと、
　前記第３の層間絶縁層上に形成され、前記第１の駆動トランジスタのソース及びドレイ
ン、前記第２の駆動トランジスタのソース及びドレイン、並びに前記電源ラインとして機
能するパターン化された第４の金属層と、
　パッシベーション絶縁層及び複数のコンタクトホールであって、前記パッシベーション
絶縁層は、前記第３の層間絶縁層及び前記パターン化された第４の金属層上に形成され、
前記コンタクトホールは、前記第１の駆動トランジスタのドレインと第１のＯＬＥＤのア
ノードとの間、並びに前記第２の駆動トランジスタのドレインと第２のＯＬＥＤのアノー
ドとの間を電気的に接続するために使用される、パッシベーション絶縁層及びコンタクト
ホールとを備えることを特徴とする請求項３に記載のＯＬＥＤディスプレイパネル。
【請求項５】
　前記第２の層間絶縁層を貫通し、前記第１の蓄積コンデンサの下側プレートと対向する
開口部を備えることを特徴とする請求項４に記載のＯＬＥＤディスプレイパネル。
【請求項６】
　基板上に、複数の走査ライン、データライン及び電源ラインを形成することを含み、前
記走査ライン及び前記データラインは、マトリクス状に配置された複数のピクセルグルー
プを画定し、
　各ピクセルグループは、２つのサブピクセルを有し、同じピクセルグループ内の２つの
サブピクセルは、同じ電源ラインに接続され、前記電源ラインに関して鏡面対称に配置さ
れ、前記同じピクセルグループ内の２つのサブピクセルに接続された前記データラインは
、異なる構造層上に配置されることを特徴とするＯＬＥＤディスプレイパネルの製造方法
。
【請求項７】
　前記同じピクセルグループ内の２つのサブピクセルは、第１のサブピクセルと第２のサ
ブピクセルを含み、前記第１のサブピクセルは、第１の蓄積コンデンサを含み、前記第２
のサブピクセルは、第２の蓄積コンデンサを含み、前記第１の蓄積コンデンサの上側プレ
ートと前記第２の蓄積コンデンサの上側プレートは、異なる構造層上に、或いは同じ構造
層上に配置されることを特徴とする請求項６に記載のＯＬＥＤディスプレイパネルの製造
方法。
【請求項８】
　前記第１のサブピクセルは、第１のスイッチトランジスタ及び第１の駆動トランジスタ
を更に含み、前記第２のサブピクセルは、第２のスイッチトランジスタ及び第２の駆動ト
ランジスタを更に含み、前記第１のスイッチトランジスタのソースは、第１のデータライ
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ンに接続され、前記第２のスイッチトランジスタのソースは、第２のデータラインに接続
され、前記第１のデータライン、前記第２のデータライン、及び前記電源ラインとは互い
に平行であり、前記走査ラインは、前記電源ラインに垂直であり、前記第１のデータライ
ン及び前記第２のデータライン、前記第１の蓄積コンデンサ及び前記第２の蓄積コンデン
サ、前記第１のスイッチトランジスタ及び前記第２のスイッチトランジスタ、前記第１の
駆動トランジスタ及び前記第２の駆動トランジスタは、それぞれ前記電源ラインに関して
鏡面対称に配置されることを特徴とする請求項７に記載のＯＬＥＤディスプレイパネルの
製造方法。
【請求項９】
　前記第１のスイッチトランジスタ、前記第１の駆動トランジスタ、前記第２のスイッチ
トランジスタ及び前記第２の駆動トランジスタのアクティブ層として機能するシリコンア
イランドを形成する工程と、
　ゲート絶縁層及び複数の第１のスルーホールを形成する工程であって、前記ゲート絶縁
層は、前記基板及び前記シリコンアイランド上に形成され、前記第１のスルーホールは、
前記第１のスイッチトランジスタのドレインと前記第１の蓄積コンデンサの下側プレート
との間、及び前記第２のスイッチトランジスタのドレインと前記第２の蓄積コンデンサの
下側プレートとの間を電気的に接続するために使用される工程と、
　パターン化された第１の金属層を形成する工程であって、前記パターン化された第１の
金属層は、前記ゲート絶縁層上に形成され、前記走査ライン、前記第１の蓄積コンデンサ
の下側プレート、前記第２の蓄積コンデンサの下側プレート、前記第１のスイッチトラン
ジスタのゲート、前記第１の駆動トランジスタのゲート、前記第２のスイッチトランジス
タのゲート、及び前記第２の駆動トランジスタのゲートとして機能する工程と、
　第１の層間絶縁層及び第２のスルーホールを形成する工程であって、前記第１の層間絶
縁層は、前記ゲート絶縁層及び前記パターン化された第１の金属層上に形成され、前記第
２のスルーホールは、前記第１のデータラインと前記第１のスイッチトランジスタのソー
スとの間を電気的に接続するために使用される工程と、
　パターン化された第２の金属層を形成する工程であって、前記パターン化された第２の
金属層は、前記第１の層間絶縁層上に形成され、前記第１のデータライン、前記第１のス
イッチトランジスタのソース、及び前記第２の蓄積コンデンサの上側プレートとして機能
する工程と、
　第２の層間絶縁層及び第３のスルーホールを形成する工程であって、前記第２の層間絶
縁層は、前記第１の層間絶縁層及び前記パターン化された第２の金属層上に形成され、前
記第３のスルーホールは、前記第２のデータラインと前記第２のスイッチトランジスタの
ソースとを電気的に接続するために使用される工程と、
　パターン化された第３の金属層を形成する工程であって、前記パターン化された第３の
金属層は、前記第２の層間絶縁層上に形成され、前記第２のデータライン、前記第２のス
イッチトランジスタのソース及び前記第１の蓄積コンデンサの上側プレートとして機能す
る工程と、
　第３の層間絶縁層及び第４のスルーホールを形成する工程であって、前記第３の層間絶
縁層は、前記第２の層間絶縁層及び前記パターン化された第３の金属層上に形成され、前
記第４のスルーホールは、前記第１の駆動トランジスタのソース及びドレイン、前記第２
の駆動トランジスタのソース及びドレイン、前記電源ライン、前記第１の蓄積コンデンサ
の上側プレート及び前記第２の蓄積コンデンサの上側プレートを電気的に接続するために
使用される工程と、
　パターン化された第４の金属層を形成する工程であって、前記パターン化された第４の
金属層は、前記第３の層間絶縁層上に形成され、前記第１の駆動トランジスタのソース及
びドレイン、前記第２の駆動トランジスタのソース及びドレイン、並びに前記電源ライン
として機能する工程と、
　パッシベーション絶縁層及び複数のコンタクトホールを形成する工程であって、前記パ
ッシベーション絶縁層は、前記第３の層間絶縁層及び前記パターン化された第４の金属層
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上に形成され、前記コンタクトホールは、前記第１の駆動トランジスタのドレインと第１
のＯＬＥＤのアノードとの間、並びに前記第２の駆動トランジスタのドレインと第２のＯ
ＬＥＤのアノードとの間を電気的に接続するために使用される工程とによって形成される
ことを特徴とする請求項８に記載のＯＬＥＤディスプレイパネルの製造方法。
【請求項１０】
　前記第２の層間絶縁層を形成した後、前記第２の層間絶縁層を貫通し、前記第１の蓄積
コンデンサの下側プレートと対向する開口部を更に形成することを特徴とする請求項９に
記載のＯＬＥＤディスプレイパネルの製造方法。
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摘要(译)

提供了一种OLED显示面板及其制造方法。 OLED显示面板包括扫描线
（Sn），数据线（D1，D2）和电源线（VDD）。 扫描线（Sn）和数据
线（D1，D2）限定排列成矩阵的多个像素组。 每个像素组包括两个子
像素，并且同一像素组中的两个子像素连接到同一电源线（VDD），并
且被布置为在电源线（VDD）上彼此面对。 分别连接到同一像素组中的
两个子像素的数据线（D1，D2）布置在不同的结构层上。 根据本发
明，可以有效地减少数据线（D1，D2）之间短路的可能性，并且可以大
大地减少数据线（D1，D2）之间的串扰。 此外，基于现有设备和工艺
条件，可以减小像素面积并且可以提高OLED显示面板的PPI和分辨率。 
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